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Di0 ffolgoncl«n AngabM ftiM vom AnttnMmr 

(g) DGnnfilm-Bauteil (|nd Verfahren zu dessen Herstariung 
@ Ern Dunnfilm-8«utert wird aus «iner ervten und fiirtor 
zwoften Batnailefnheft (2, 4} hergestelltZunSchstwiVd die 
erete Bauteilolnhoit daduroh hergestoHt* dass efn hinteres 
Trigersubstrst (17> an der Ruckseite einar ereten BauteH- 
schicht (20) befMtlgt wild. Die zwaite BeutGilofnhort wird 
dadurch hergestolft dass ein TrSgeroborflachensubstrat 
(36} an «lner Fl£ehe oinor zweiten Bauteilschicht (40) be- 
fs^rgt wird. Dann warden die er«ta und die zwefte Bau- 
tailsinheit SO miteinander verbunden, das9 die arste und 
die 2wBrt8 6autdfl9chicht einander zugewandt si'nd. SL 
Da die erste und die weite Bauteilschiclit betm Her«telfen 
der emten und zweiten Bautallarnheit indrvfduell herstell- 
bar slnd, besteht koine Beschrankung fOr das Varfahren 
turn Horstellen dieser Schichten, abwafchend vom be- 
kanntan Fail, in dem mehrere Bauteilschichten durch Auf> 
stapain in einer vorgegebenen Raihenfolga hefgestellt <> 
warden. 
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Die Erfindung betrimein DOnnfilm-Bauieil mil mehreren 
Baufcrlwhichlcn :4cTwicein Verfatircn zu deKsen Hersidlung. 

Es sirxJ scstapeltc DunnfihivBauieJIc mil mchitiren Bau- 
leilschichten bckannt, Ein derariigcs DUnnfilm-Bsuicil wild 
daduroh hetgesldlu dass niehrere Bauicil&chichlcn der 
Rcmt nach auf ein ^ubsiral aufgcstapeli wcrden. Beim Her- 
stcllpcozess werd«n die Bautdlschichten dureh einen Wo- 
dcitftitipcraairprozcss wie Plasma-CVD aufcxnaodecgcsta- 
F^^^W^*"* «in HoditemperatuipiOTca wie Uiorxnisches 
<,VD zum Aufelapeln dcr Baateilschlcht angewandi wird. 
fconnen die bereits hogestcUlcn Bauieilschtchtcn wegen 
themuscher Diffu^icm oder dctgldchen beschSdigL werdeti. 

Jedoch isi CR mil Plasma-CVD oder deislelchen schwic- 
rig, eine so schncUc Abschcidung wie bei Uiemiischeiii 
CVD zu erzielen. Daher isi mchr Z^t turn HcrsioUen jedcr 
Bauteilscbicht crfoidcrlicb, wcswcgcn cine Brhohimg dcs 
Durchsaues bei der Hcistellung cines DCnnfilm-Bauteils 
vcdiindert isL 

Dec Erfindung lic^tdie Aufgabe zugnindev ein Verfahren 
zum Vfcrbessera dcs Dunchsatzes bei dcr HersicUung dncs 
Dunnfilm-Bauteiis j^owie ein etll^precbeodes DOnDflltn- 
Bauicil zu schafirn. 

Diejrti Aufgsibe isi hinrfchilich dcs Msrfahrens Uurch die 
Lchren dcr bcigefiigtcn unabhSngigen Anspriiche 1 and 23 
und himichtlich des BautesU durch die Lehte des bcigcfUA- 
len Artspruchs 28 geian. 

Bei dcr Erfindung werden mehrere Bauteileinbciten, bei 
denen cin IVagersubsirat einc BauteilscWchi iragu vorab 
hcigcsiellt, und cin Dilnnftlm-Bautcil wird dadurch heigc- 
stcllL dass dicsc BauieileinhcitBn kombiniert wcrden. An al- 
ien BauteUcinlietteii wild die Bairteilschichi gteicbrcitig 
heigestcllu Dies ermagUcht eine V^amngervng der Zcii zum 
Heisidlcn der Bautcilschichiefi. Aufierdcni kann schnclles 
Abscbcidcn durch thcmiische« CVD beim Aufstapcin der 
Bauteitschichten der Rdhe nach verwendcl werden, was bei 
cinem hcrkommUchcn \fcrfahren nicht aawcndbar 1st. Dies 
eriaubt eine weitei« VerfcOrzung der Zeitzum HwstcUen der 
BaiK^lscbicht, Da die Bau(cilschi<*t vora Thigctsubsirai 
gehalten wird, kann oinc dunne Bauteilsebicht von z, B. 
1 Mni Dicke nut anderen Scbichten kombiniert werden. 

GemfiB ciner Encbcinungsfonu des erfindongsgcmSBen 
Vcrfahrens werden Bauieilscfaichtct] auf bciden Fteclwn ei- 
oer Halbteitcnschictit he^gesteUt Im Brgcbnis wird ein 
Dunijfilm-Bauteil mit ntefarecen Bauteflschichtcn cifialten. 
Die iftdividueile Hei:stelliing dCr Bautetlschichten auf jcder 
Oberilache dei Kalbleiiczschicht zcigt keinc BeschrtSnkong 
binsichtUch cines Vcrfahrens zum HetsteUcn der BauicU- 
schichU abweiehend vom FalU wenn mehreie Bauidbchich- 
lei) der Reibe nech aufeinandeigestdpcti werden. Denige> 
niS0 kann ein VMahren zum Hcretellcn von Bauteilschich- 
ten innertialb kuizer Zeit ausgewMhll werden. wie schncllcs 
epitaktiscbes Wacfastum. Die in der Halbleitcrschicbt vor- 
handene innen Isoixcrschicbt tnennt zwd Bauteilscbichten 
auf elektrisclie Wdse. 

Bei cincm eftlndangagemiatea Dtinnfilm-Bautoil kann 
eiae «wcite Bauteilschicht UOa erfasMn, wie e$ von einer 
CTBien Bautcilschicbt cmilticrt wind, wenn LIdii durch ein 
Objckt reflcktiert und zunkkgestfahh wicd. 

Andcre und wdlcrc Aufgaben, Merkmale und Vbnctle 
dcr Erfindung gehcn ausder folgendcn, auf Hguicn gcstOiz- 
• ten Bcschreibxing dcutUdtcr hcrvor 

1 jfl cirw DarsicUung zum Wranschaulicben des 
Aufbaua cines DunnfilnvBamcil* gcmiB cincm crsicn Aus- 
fDhmngsbeispiel der Erfindung; 

F|g«2i5tein Flussdiagramm zum V^ranschauli^en cines 
Verfahnens zimi HcrsiclJen elner cisicn Bauiejieinhcil bcl ei- 



ncm Vcrfahrcn zum Her^tctlcn cines DOnnfilni-Bauieik ce 
mafl dcm erslcn Ausfllhrungsbcispiel dcr Erfindung- 

Fig. 3A bis 3D sind Schnittansid)i«n iutii Vcran'schauli- 
Cher? eines iJchritfj; im HersijellvFerfflhren dcr Fig. 2* 
5 Fig. 4A bis 4D sind Schnitiansiditen zum Vcranschauli- 
Chen des Schtiiis, der auf <fcn durch die Fte. 3A bis ID vcf- 
anschauHchlcn ^5chritl folgt; 

Fig. 5a bis 5C 5ind Uchnirtansichteo zum VcranschauH- 
chcn dcs Schritts. dcr auf den dutch die F%. 4a bis 4D vcr- 
10 anschaulichten ^hriu folgt; 

Ft^. 6A und 6B sind Schnittansichten zum Veranschauli- 
Chen des sSchritts, der auf den durch die Fig. 5A bis vcr- 
anschaulichlcn SchriU folgt; 

Fig. 7A bis 7D sind Scftnitiansichten yvm VeranschauH- 
15 Chen cines Vcrfehrens zum Herstcllcn ciner twciien Bauicjl- 
einfteit gemSB einem Vtrfahicn zum Hcrstcllung dnes 
Dannmm-Bauteils gem&B dem ersrcn AusfUhrungsbeispicI 
dcr £r6odung; 

life- 8A bis 8C sind Schnitiansichton zum VbzanscJiauli- 
20 Chen des SchritCS. der auf den durch die F^. 7A biii 7D ver- 
anschauliditcn Schfitt folgt; 

Ffe* 9A und 9B dnd Schnittaosichien zum VferanschauK- 
chcn eines Verbindeprozesses fiir eine cttte und cine zwcite 
Bauteilcinheit beim cisten AusfUhrun^bdspiel der Brfin- 
^ dung; 

Ffc, lOA ufid lOB sindScht]ittanstehtcnzunt\^ninschau- 
Kchen eines Vbrfahrens zum Herstcllcn etncs DOnnfilrn- 
Bauteils mil Dreiscbichtstruktur; 
Fig- 1 1 tsl cine perapckli vische Ansicht zum Veranschau- 
30 lichen eincs TrageniberflSehensubsUrats gemSB ciner eisien 
Modiflticrung d^ eistCD AusfUbrung^dspids; 

Fig* 12 ist eine perspektzviscihe Ansicbt zum \feranschau- 
Uchcn eines IV^geroberflScbensubstrats gctuftQ dner zwei* 
ten Modifiziemng des eisten AtlsfUhnmgabeispiels: 

Fig. 13 ifil eine Schnittaniiicht zum V&ranscliaulichen ei- 
nes iV^eroberflSchensubstnits gcmaB einerdritien Modifi- 
zicrung des ersten AusfUhmngsbdspiels: 

Fig. 14 isE ein Flussdiagramm zum Vbnuiscbautidicn 
ncs Verf ahrens zum Herstelloi dnes DUnnfilm*Bautdls ge- 
40 maB dnem zweitcn AusfUbningsbeisplel dcr Erfindung; 

Ftg. 15 A bis ISC stnd Scbnittan$ichtca zrnn Vbxanschau- 
lichen etncs Schritts beim Heistellveiliakhren der Fig* 24; 

Fig. 16 ist ein Hussdiagramm ZUm \feianscftaulicfacn d- 
Rcr ctsten Modifizicrung <les Vcffahrens gum Herstelleo ci- 
45 ncs Dannaim-Batiteils gemOS dem zwdien Ausf&hnings- 
beispiel; 

Fig. 17A und 17B sind Ansichten zum Veranschaulichen 
^ner zwdtcn Modiflzicning des V^tfUitens zum Hcxsiellen 
eincs DUnnfilnt-Bautoils gemSI} dcm zweiten Ausftilimngs- 
50 beispiel; * 
Fig. 18A und 18B sind Ansichten znm Veranschaulichen 
einer driucn Modillzterung des \^ahrcns zum Herstcllcn 
dnes Dunnfihn*Bauleils gemSB dcm Zwdusn AusfiJhrangs- 
beispiel; 

55 Fig. 1 9 ist cine Ansicht zum Ver&nschautichen cines Zu- 
siands, in dcm das HalMeitcrsubstrat und das l>4gefDberfla- 
cbcDsubstrat, wic in den Fig* ISA und 18B dai^telit, Ober- 
dnander angoordnet sind; 
Fig. 20 ist dn Flussdiagramm zum Veranschaulichen d- 
60 ncs Vsrfahrens zum Herstelleo cines DQnnfilm-Bautdls gc- 
mfiS dnem dritien Ausfuhnmgsbeispicl der Erfindung; 

F^. 21 A bis 2 ID sind Schratlansichxen zum N^sranschau- 
licbcn does Schritls bdm Heistelivetf ahren der Fig. 20; 
. Fl|$. 22A und 228 sind Sdinittansichten zum \tonschav- 
«9 Uchcn dcs Scbritts. dcr auf dco Schritt gcmaO den Fis. 21 A 
Iris 21D folgt: 

^ Fig. 23A bis 23D sind Schmttansichien zum Vcr^nschau- 
Ucben dm» ^ferlahiem zum Herstcllcn dncr erslcn Bautdl- 
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cinheil bci eincm Verfahren Tum Hcrslcllcn cincs Dtinnlilm- 
Bauieils gemSB cincm vicrtcn Ausnihrvngsbcispicl dcrEr- 
lindung; 

Fig- 24A his 24C 5ind.Schnittansichlcn zum V:ran!x:hau- 
Ikhcn des Schritts, der auf den Schriu g&in^B den FT^. 23 A 
bis 2-^0 folgi; 

Fig, 25A bis 25E sind Schnitunsichlcn zuiti Veranschau- 
Ijchen cincs Vecfahrons zum Kerstellcn ciner ^wciten Bau- 
tetleinhcU bci cincm \^abren zum HcisieUen cines DUnn- 
fUm-BnutciU gcmafi dem viettcn Ausflihningsbcispiel der 
Erfindung; 

Rg^ 26A bis 26E sind ^chnitiansich ten zum Veraoschauh 
lichen des ik:hnti9, dcT uifden Schriu gemaB den Fig. 25A 
bis 25E folgt; und 

Fig- 27A und 27B sind Scbniuansichlen zum Vcranschau- 
lichen des \^ind^rozes$es fUr die crate und zwcite Bau- 
icileinheit betrn viencn AusfUhrangsbeispie) der Brfindung. 

Eistes Ausftihfiingsbexsptel 

Untcr Bezugnahme auf die Fifr 1 bis 12 wird nun ein 
Dttnnfiltn-BautidL und ein zugcbdrig^ Hemeliverfahren ge- 
maB einem enien Ausflihnmgsbeispiel der Erfindun£ be- 
sdirieben. 

Konfiguraiion des Dunnfilm-Banleils 

Fig- I ?eigt den Giwndaufbau dnes WnnfiJni-Bauteils 1 
gexnSG diesem AusfuhnjngsbeJspjcL Dieses DUnnfiim-Baii- 
teil 1 verfilgi Uber mchrerc Banieitsehichicn, 7. B. zwci 
Bauteilschichten. lede Bauteilschicbt bildef ein Schaltungs- 
element wie einen IHnsjstor, einen Kondcnsalor, eine La- 
serdiode, cineFotodiodcodcreine integrierte ^chaluing wic 
eine CPU (zentrale V^foibeitungseinheit) oder einen DK.^M 
(dynfiRddcher Direktzugrifisspcicher). Bei dicscm AusfQh- 
rangsbei^pieL verRlgt das DOnnfilm-Bauieil 1 uber zv/eA 
Bautmbchichten, die einen CMOS<komplenieniafen Me- 
taU-Oxid-Halb)eiier)-lVansistiar bilden. 

Das DOnnfiim-Bitaiteil 1 veH^gt Qbcr eine eisie Bauleit- 
schlcbt 20 und cine zweite Bauteilscbicht 40. Die ers<e Bau> 
leibchichi 20 isi auf «etner OberflSche einer Halbleiter- 
sehidit 13 aus z. B. elcdcziit&nineani p^ilicium eudgebiidet 
Auf dtt Halbleitendixdit tS befindei sicli dn I$oiiedilm 21 
mil vorbestinuiitem Mu«ier gum Isoliem bendchbarter 
Biuteile. Auf einer Flfiehe der Halbldterscbicht 13, die 
tricht mil dexn Irolieifilm 21 bedeck! Isl sind ein p-Kanal- 
Transistor 20a und ein n-Kanal-TVansisior 20b ausgebildcf 

Im Geblet der Obeiflache der HalbleiierachichL i3 zum 
Ausbilden des p-Kaoal-Tran^stora 20a in dtie n-Wanne 
13a, die ein Geblet mic eindtfTundicrtem r^Ptemdstoff mil 
lelativ niedpigfsr Konzentrfttion isl, aui^gebitdei, vm den i^- 
Kanal-lVansisior 20a za bilden. Dicser p-Kamil-Tr«nsu;r< n 
20a vcrfugi aber p-F^idsiofTgcbicic (naehfolgend al.s p 
Ccbict bczdchncJ) 251 und 252, die durch Implantiej^n ci 
nes p-Plcemdsioffs in die d-Wanne 13a ausgcWldct wcrdcn. 
und auf den p-Gd>ietBn 2S1 und 252 isL cinea Galeisohcr- 
fiim 22a eitibcttend, dnc Gate-Kumulier-Wort-Lcitung tJ.. 
ausgebildet. Der n-KanaMVansisior 20b verfngl uber n- 
Fkcmdstoffgebiete (naehfolgend als n-<vebiel bczeichnci. 
2S3 und 254* die durcb Implanlicren eines n-FferadsioriTs in 
die Obcrflache der HaJbleiierschkhl 13 heigestelK werdcn, 
und auf den n-Gebieiea 253 and 254 \su doeo Gaicisolici * 
film 73tb ^nbettend, eine (jate-KmmiKcr-l^Trt-Ijeitung 23b 
ausgcbildeL Die TVandstoren 20a und 20b stnd mil einer cr- 
sten Zwischcnschicht-Isolicnchieht 26 und einer zwci ten 
Zwischenscbichi-IsolseRchichi 2S.au» einem isolicrendcn 
Material bedeckL Auf der zweiten Zwiscbensdhichl-J$9lier- 
schictu 28 sind Obcrflachco-Leiierbahnfieliichtcn 29a, 29b 



und 29c aus Meiall heigesiellt. 

Dun p-Gcbiel 251 ist Ober eine nichi daigestellte Zwi- 
sehen-Lciiurbahn^ehichl 27a (slehe Fig. 4C) mit der Ober- 
fl Schcn- T (Hrerhflhn jschieht 2fe veibunden. Thet n-C3ehiei 254 

5 Ist iihcT fine nichi daigesielltc Zwischctl-Leiterbahnschichi 
27h fsrchc Fig. 4C) rail der Obcrfl%chen-Lciterbahnschichc 
291** vcrhiirKien. Das p-Gcbiel252unddas n'(jcbiei253 sind 
»iiti I /.ivischen-LeitGrbahnachicht 27c vcrbunden. die 
mil dcr f >Kcrflachen"Leiierbahiischicht 29e vetbunden ist. 

W uMc Bautcilschicht 40 verftlgl iiber dieselbc Konii- 

pur!iii(yi \vio die ersie Bautdlsehieht 20. Genauer gcsagi, isc 
ddJ eiir. i ^ >hcrflache einer Halbleitcrschicht 33 bus Z. B, ein* 
kii<!\»|l;ntr>ti p-Siliciujm ein Isolicrfilm 41 ausgebtldeL Auf 
vn. I ' der HaJbleiter5chicht33, die nicht znitdem Iso- 

I .*> iu.:i } . / . . M hcdcckt IsL sind ein p-Kanai-lhsuisisfor 40a und 
-;:n n-K^jiiiil-TransistOt 40b ausgebikiet 

i\.T n KJinal-TVansistor 40a vcrfUgi Ober p-Oebicte 451 
-I. J • auf einer n-Wanne 33a dcr Halbleitcnehicht 33 

sind, vod cin Gate 43a» das auf den p-Gebiden 

" ' 45^1 is;? bcrgestellt isl, mit Binbetiung eines Gateiso- 
licrfil'iiN 42y. Der n-Kanai-Ttansislor 40b verfGgt tiber n- 
l .ch;i ic 453 und 455, die auf do- Obeiflache der Haibleiter- 
ivciiicni 3.' hogeslellt Sind.. und ein Gate 43b, das auf den n> 
<ich cK:M 153 uttd 454 tiCfgesleUt isU mil Hinbettung dnes 
(liiii ^ .>li dims 42b. Die Triinstswnin 40a und 40b sind tm 
^rsik.!) Z-wischenschtchr-Isolicr$chichl 46 und einer 
" .X . *» ■ . : /• . ischensehichl-Ito[icx5chicht 4S aus einem isolic- 
A .lonal bcdeckt Auf der zweiten Zwischenschichi- 

(so> ^ : ^ I ! I hi 4S si nd Oberflacben-Ldterbabnschichien 49a, 
49i* Miu* V>c ausgcbildet. 

Oj> (VCicbiet 451 ist Ober eine nichi daigestellte Zwi- 
Mfhcn-Lcilcrbahnschicht 47a (^he Fig. 7A) mil dcr Ober- 

V '•■ 1 A.'il.crbahnschicttt^^ verbunden. Das n<3cblet454 
.st ■..•^•s I h^c nicht daigestellte Zwischen-Ldicrbabnschichi 
4'?!^ , Fig. 7A) mil der OberflSehen-LeitErbahnschicht 
49!> * c rhimdcn. Das p-Gcbict452 und das n-Gebiet 453 dnd 
mil ^'•''^■r /.wischen-Ldterbahnacfaicht 47c verbunden, die 
mil iH.- r>bcrflachen-Leitorbahnsdttcht 49c verbunden is(. 

( ii'^-rtUtchen-Ldterbahnschicfaien 4Sb, 49b und 49c sind 
Ho 'jbcT /,!iK^UungsdrUhte 97a, 97b bzw, 5^7c mit einem Span- 
nung:(^v;>(*i^ung«petentjal, dttem Massepolontial bzw. d- 
ni.Mii AL.s^.ingspoientiai veriMinden. 

V>ii' orsi<' {)autdlscbicbt 20 und die zwdte Bauteilschichl 
40 : nd dur^h einen KJeljer 49 aus z, B^ Epciddbarz milcin- 
»^ IS ic r vcrbunden. Bin hinteies Titigeisubstrat 17 aus z. B . d- 
Dcii, Kunsisioflffilm ist mit der er^icn Bautdlschicht 20 auf 
.1'.- r i* . . < - v-iie verbunden^ die von der der zweiien Bauteil- 
sc'i A^ I •igewandten Seite abgewandt ist (nach unien in 
trU' ' voh.-t ein Kl^icr 18 aus z. B. ^xmdhaiz dngebet- 
su ici tsi. ! lii! crste BauteHscUcht 20 und die zweite Bauteil- 
in ;.nd ungcl^hr 1 pm dick, und das hintere llrSger- 
* 1. I V *£i ungefihr 1 mm dick« was Beispielswertc sind. 
i i t»:i • 1x5 Innteie IWlgersubslrat 17 das gesaznte DUon" 
;j L . 1- 1 i;^! : I i > 1 . In Fig* 1 sind die eiste Bauteilsctnchl 20 und 
' di^ /V . .1. -tautdlsclucht 40 dicker ais das tuDtere IV^er- 
suh»irui l7iiaTgcsieUL 

:^i€ Oh, . .liidicn-Lcitctbahnschicbtcn 29a, 29b und 29c 
liiii or.. CI) '.tuutdlsdiicht 20 sind iAer IjbmiiUet-Kontaki'- 
1 ' t>. r !*>:. 19b bzw. I9c mil den OberflScfaen-Leiterbahn- 
svhK:ft..n 49a. 49b bzw. 49c verinnden. Die Ob«fiachen- 
i A:iki:rrk.j!]i)>i:hichten ^a, 49b und 49lc der zwdten Bauteil- 
^i. '.relit 10 lui .jberKontaklpfh]|rfea^a»S^bzw.95c,dic 

V .f.h I-. I* • indL. dass sic die Halbleilersctiichi 33. den 
t.HOlKiii'r*! 4f die erstc Zwischensdnchi'Isotierscfaicht 46 
uful ti.v. /.wi . • Zwiftchcnschichl-Isolicrschicht 48 dupch- 
dringcn. iitii .ttn Ldtmiitel-Kontaktlidckem 19a, 19b bzw. 
19c vcrhuniWn. Ira Etgebnis Sind die Obcrflachen-Ldier- 
Vihnkc'*.. -M l. -''a* 29b und 29c der ersten BauTdl«chictil 20 
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Ober die L<Jii„ittcl-Konr8Jcihi>ckcr 19a, 19b bzw. 19t. die 

drahte 97a^ 97b bzw, 97c mtt dem Spannangsvcisoi^unL- 
potentiaL dem Ausgang^qxiiemia? h?:w. dem Ma'to<iepnicm1al 
verbimden. 

Verffthien zum HersteUcn tines DiinnfiUm-Bauidls 
2 ist ein Mussdi^mni zutn VcranschauUdhcn eincs 



dem crsten AusfilhruogsbcijpieL Das DUanfUnt-BautAQ 1 
dieses Ausfdhiungsbtispicls wird daduich hezscstelit, dass 
erne ereic flautctkinheit Z bej dcr die ersie Bauteilschichi 
20 durch das hinlcre Tragemabstrat gchallen ist, und cine 
zweiie BauteiJeinheh 4, be| dcr die zweite Bauteilscbichl40 
durch etn vQrdcres T^gcrsubstiBl gehalten ist ruitcinandcr 
vemunden wetden. 

Verfahrcn zum Hcrstelleti oiner ersten Bauteiteinheii 

Als Ersics effolgt eine Beschroibung zu cinem Verfehren 
zum Herstcllen der crsien Bautdlcinheti 2. Die Fig, 3A 
3D bis 6A und 6B vcranschaulichen Schnittansichten zum 
BeschTKben jedes Schritts dcs HcrsteUvcrfahrens ftlr die 
B*iiilcilemh«i 2, Wie in 3A dargcsielU isu wiid ein 
Halbleilereubsti^l 11 aus einkiristallineni p-Siliciuni mil 
Z. B. lOO-Krisrallfiachen venvcndeL Bcvorzugt isl cinkji- 
staUin^ Silicjum. das imi cinetn p-Rremdstoflf wie Bor (Bl 
doden isi und cxncn spczifischen V^lderstand in derCJrdflen- 
ordnung von 0,01 bis 0,02 n cm auftvcist. 

Daiin wild auf der Obcrflachc des HalbleilcrsubstraLs XI 
durch Anodisicren einc porfSsc Schichc 12 hetgestelU (SIC). 
Anodisterea iat em \ferfahrcn, bei d©Ji> Strom durch cine 
Ruorwaflsoratofl&ilure^Lttsung hindurchgcschickt wild, wo- 
bei daft Hatt>]eitcraub5tr«l 11 ab Anode verwendet twird. 
A^odisicien kann duich cin Doppclzellcn-Vfecfahrcn ausge- 
mat wertei, wie es z. B. von Hoh ei al. in •*Anodizaiion of 
Porous Silicon^ Sur^ Pinishing Vbl. 46, No. 5, 8-13, 
1955 beschriebeo ist Bei diesem Verfahrea wttd das Halb^ 
leitenab9tra U, auf dem <aiie porese Schicht aoszubUden 
ist zwi$chen vma R&»iicn in dcr Zeile angeordnet, und in 
beidflfi RSumen werdea PbdnefektnxSen angeonfiier, die 
mil einer Gleichstromquelle verbunden and, Daon wadcn 
beidc Rtome mil ElekHolyUosung gefilUt imd den Plaiin- 



1^ verftigi. 

AnschlieDend crfolgf ein Tcmpcm in Wasserateff fiir z B 
30M,nulen hcitln^ Temperaiur von 500^0, urn daduttJi 
T«rfier in der OberflSche der por^jsen Schichf 12 ausTufm 
len. Dann win! auf die porbsc Schichi 12 bei einer Tempera" 
tur von 1070«^C unier Verwendung eines Gases wie SiHTciJi' 
Ian) einkristallincs iJilicium epirakitsch aufgewachscn wo. 
durch die In Fig. 4A daigesteUtc Halblciteischicbt 13 ais^e- 
WMct wild (Sll). Ira Gcbiet der Oberflachc der Haibiciir 
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let^cbstnt II Wild anodisicft und die Pl^inelektfcden 
weEden air Kathode. So wird die eine Seite des Halblciicrw 
subsirao U ecodiert und wiid jmmOs. 

Oenaucr gesagt wird ab BleldrolytiaBung (Anodisicritt- 
fiung) ^ B. eine BlektrolyUasung vonvendeu die HF (Huor- 
ivasserstc^ und C2H5OH (Eihanol) im \WiSltnis 1 1 
(Vblumeovcihaiuris von 49% HF-L6aung 2u 95% QHsOH- 
Losung) enihfiit. Ein crater Anodisierschriiterfolgt fiir 8 Mi- 
nuleu bei einer StromdichtE von z. B. I mA/a^, van cine 
porSsc Schichi 12a niedriger Potositai von z, B. ungcfahr 
1 6<fe and einer Dicfce von 1 J herMistellen, wie e$ in Fig. 
3B dai:gcstetli ist. Dann erfolgt eine Anodisicnjmg in einem 
zv^iten Schrin fiir 8 Minulen mU einer Strotndichte voa 
z. B. 7 raA/cm^ zum HeislcUen dner potdsen Schichf 12b 
nut einer miitlcren PorosiUii von z. B. ungcfShr 26% und ei- 
ner Dicte von 6,8 pnt wie in Pig. 3C da^esteOt, Pbmer cr- 
folgt cine Aoodisiening in dnem drittcn Schntt fur wenigc 
^Icunden mil einer Stromdtchte von B. 200 mA/cm' zum 
Hcretellen dner porOsen Scfaicht 12 mil hoher Ptoosii^ von 
Z. B. ungcfthr 60 bis 70% Und cincr Diclcc von 0,05 |ini. wic 
in Fig. 3D dargestellL Dadureh uind die porOse Schlcm 12 
ntii ungeGdu- 8 pra Dickc hergesteilt die Ober die drei poio- 
scn Schkducn 12a, lib nnd 12c mil jcweils and^er Pdmsi- 



(siehe Fig, 1) werden n-Fremdstoffionen tmplaniJen, und cs 
wind die n-Wanne I5a ausgebildet 

Wie es in Fig. 4B daigcsteiU ist, wird die crste Bauteil- 
i^hicht 20 auf der n-Wanne 13a dcr Halbleilerachicht 13 
hergestelli (S12). Genauer gesagt, wird abi Etstes der Iso- 
heifilm 21 durch LOCOS (lofcale O^^idation von SiUdum) 
auf der OberflScfae der Haibleiterschicbt 13 hergesrellL Dcr 
Galctsoh'crfllm 22a wird izn Bereieh ausgcbildct in dem dcr 
^ 20a herasteHen UX, was z. B. durch thcnnische 

20 Oberflachcnojcidation der Halbldterschieht 13 erfolgr, Auf 
dem Gaceisolierfilm 22a wind das Gate (die Wonleimiu!) 23a 
heigestellt. Durch stnikturierendes Atzen miiteb Fotolilho- 
gmfie wild das Gate 23a aosgebildet nachdcm auf der gc- 
samten Oberfliiche des GateisoUerHlms 22a durch z. B 
25 CVX> polykrisudlincs Sillduni beigewelll. wuRle, 

Urttcr Vferwendttng des Gates 23^ ais Mnsice werden die 
p-Gebiete 2S1 und 252 der p-Fremdstoffgebiete tnit niedri- 
ger Konzcniradoo in dcr Ralbldierschicht 13 dadureh aus- 
gebildet, dass ein p-Frenid5toff mit nslativ niedriger Kon- 
zenu^tion implandcrt wird. Die p-Gd)iete 251 und 252 wer- 
den zur Source bzw. zum Drain. An den Sdten des Gales 
23a wird eine Sdtcnwand 24 aus Siticiumdioxid (SiOj) he^ 
gestellL Unfcr N^wendang dec Sdtenwand 24ft als Masice 
werden p-Fretndstofltooeai mit hoher KooMitralion zu bd- 
den Seiten der Sdlenwand 24a implanticrt Iin Ecgebnui 
wild eine LDDOeidit dotieiter Drain>Stniktur erhalten. bef 
der die p^bictc 251 und 252 ini Gebiet enifctnl vom Gate 
23a et ne habere Fi«mdstoffkonzentzaiion ab izn Gebiet nahe 
am Gale 23a aufiveisen. Dadureh wild der p-Kanal-lYand- 
stcr20ahergcste!lt 

Der D-Kanal-TVansistoraOb wild wic dcr p-KamaUlVansi- 
stor 20a bergestcat. Genauer gesagt wird d«- Gaiei»lier- 
fiUn 22b in dnem Berdch ausgliildet in dem der TVansisior 
20b hergesieQt wird, was z. B. durch tbcnnische OberflM- 
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elidftirtfi^ teS.*i «^ ^ t"«* oon j-Aaun- /UD hergesieQt wird, was z. B. durch tbcimische Oberfla- 
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tdsoUerfihn 22b wird das Gate 23b hergesieUt Untcr Vfer- 
wenduog des Gates 23b als Maske werden die n-Gebiete 
253 und 254 ab n-Fremdstorrgebicte mit niedriger Konzen- 
n;ation in dcr Halbtciiccschicht 13 dadunch hcrgcstelU, dass 
dn n-Fremdstoff mit t^btiv medtiger Kontentration im- 
planiteit wild. Die n-Gebiete 253 und 254 werden zur 
5$oiirce bzw. zura Drain. An den Sciten des Gates 23b wird 
dne Sdtenwand 24b aus SiO^ heigcstelji. Unier Verwen- 
dung dicscr $eitenwand 24b ab Maske wild ein n-Fk^md- 
Stolf duz^ lonenimpLfintation mit hoher Konzentration zu 
bdden Seiten der Sdtcnwand 24b implanticn. Im Brgebnis 
ist die obcn besdiriebenc LDX>-&'truknir eitkaltcn. 

We es in Fig: 4C dazgesieOt bt, warden die Zwischen- 
Lciterbahnsehiditen 27a, 27b und 27e faeigestdit nachdcm 
60 die erste Zwisdienschicht-IsoBerschidit 26 aus z. B. tSlOj 
abgesdiieden und dngeebnet wmde. Die Zwlschen-Leiter- 
bahnschiehien 27a und 27b woden durdi Kontakliacber in 
der er<ten Zwischenschicht-Iselieraebichi26 ddctrisGh ndt 
dem p-Geblc< 251 (Source dcs TVansisiofs 20ii) bzw. dem n- 
Gcbici 254 (Drain dcs lYansistors 20b) vczbunden. Die Zwi- 
schen-Ldterbahnsdiicht 27c wttd dureb die Konialctl6eher 
in der ecstcn Zwischenschtchi-bolierEchieht 26 elektrisch 
ndt siowohl dem |>-Geblet 2S2 (Dndn des Transistors 20a) 
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als auch dcra n-Ocbici 253 (Source dcs lYansisiors 20b) ver* 
bunden. 

We e$ in Ffe. 4D dargcsiclh isu wird die zweiie Zwi- 
schcnschtchl-TsoHerschKhl 28 aus R, S1O3 auf rfcr cmen 
Zwischenschidil-TRolicrschichi 26 abgcscbieden and cin^e- 
Cbncl» und dftnn werdcn auf ibr die OSerflachen-Lciterbahn- 
schichten 29a, 29b und 29c hei^gesielll, die duich Koniaktlo- 
cher in der zwcilcn Zwischcnschichl-Isoiicrechicht 2$ mil 
dcti Zwischen-Lciterbahnsdiichicn 27a, 27b bzw. 27c ver- 
bimdeQ werdcn. So Wird die crslc Bautcilschicht 20 hcracs- 

Wic es in Fig* 5A dai^eslcIlL ist. wird ein TVggerobcrfia- 
chensubfttrat 16 in B. der Form eines Kunststoffsubstmis 
untcr VsrwendUttg eines Klebers 15 mit ciocm Schmelz- 
punkl von ungcfahrTO^'Cniilder OberflachcderemcnBau- 
leilscfaicbl 20 vcxbunden (S14). AJs Nachsics wadeo. wices 
in FJg. 5B dargesteUt isi, die crsie Bautcilschicht 20 und das 
THigciobcrflSchCnsubstrat 16 vorn Halblcitorsub^t 11 ab- 
gezogen (SI6). Zum Abziehen konnen drei Vbrfahftn vcr- 
wendet weiden. Das cine besleht im Anwccden eincr cxter- 
non Kisft auf das TViliserobcrflachcnsubsirat 16 und das 
Hsibldtsnubstrat 11 in der Rkhtting, die die beiden vonein- 
ander tminLDas zweiie besteht im Schw^cbcn der Fcslig- 

l^ l^^^ !^ J^^ ^ Schou zum HinzufUgen der Konuikipfwpfen 95a. 95b und 

^t^^.'^ KH!!'^ T ^'"f^l'^f 9Sczu^izlich vorhandenisl, AlsErste^^rdderlsolierfilm 

TlZt^tr^ ^ J'^tigkeit der porixm 41 durch teilweise Oxidation auf ciner FTficbc der HaJblci- 

^cmcht 12 durch Ausuben cincr Zailnfugartaraft wif das icrschicht 33 ausgebildet Die Gatdsolierfilttte 42a und 42b 

J^I^ PoTOSii^t mnerbalb der pcttCscn ScWcbt 30 isu durch z. B. thcrtnische Oberflachenoxidation dejc Halb- 

leirerschicht 33 ausgebildet Auf den Gateisolierfilincn 42a 
und 42b wird das Gate 43a durch z. B. CVD und FotoUiho- 
jratie hcrigcstellL ^e pOebicte 451 und 452 werdcn durch 
IhijAantieien eines f>*F^Rid8toffs zu beklcn Seicen des Ga* 
te& 43a der Halbleltersehicbt 33 hetsesidU. Die n-Ocbiete 
453 und 454 warden durcb Implantierea eines n-Ftcund- 
stofh zu beiden Untersciien des Gates 43b der Halbleiter- 
setdcht 33 herigestellt. Die Sdtenwandc 44a und 44b aus 
z. B. SiOz wcfden an den Seiten der Gates 43a und 43b ber- 



schichl 20 btargcstcllt, nachdem der Rest dcs an der Obcrfl^- 
che der crelcr Bauleil schichl 20 anhaftcndep Kiebcni 15 
durch Reinigcn entfemt wuide (S2l). !yo wind die eretc Qau* 
Hnleinhett 2 erhalten, bei der das hintm TrS^enmhsirar 17 
5 die cr^le Bauieilschichi 20 crSgL. 

Verfahren zum Hersiellcn cincr ZWcitcn Bauteilcinheit 

Die Fig, 7A bis 7D und 8A bis 8C slnd Schnittanslchien 
10 zum Bedcht^ibcn jodes Schntta cincs HcrsieUverfahrens fUr 
die zwcite Bauteilcinheit 4. Der Hcreiellppozess fur die 
Zwcilc Bauteileinheil: 4 umfassi die«clben Schrilte (S22 biS 
S32) wis der HerstcUprozcss fdr dfc Crete BauLeiletnheil 2 
(Schrittc S 1 bis S20). Gcnaucr gesagU wird auf ciner Ober- 
15 A^che eines Halblcilcrsubstrats 31 ails einkrisiallincni Sili- 
cium durch Anodisicrcn ddeporOsc Schicht32 hctgesielR 
(S22). Auf der porOsen Schicht 32 wird die Halbleiicr- 
schieht 33 aias cinkristaliincm Stlidum durch cpitakti etches 
Wachstum hetgestelH CS23). Auf der Oberflache dicr Halb- 
M Iciterschichi 33 wird die acweite Bauieilschichi 40 hergestelk 
(S24), 

Bn Verfahren zum Heratellen der zweiten Bauteilschicht 
40 tm Schritt S24 ist derselbc wic der-ftir die ersie Bautetl- 



12 und dcicn Utngebung, d. h. eine AbrelBschicht, vonein 
andcr getretint, und das IhigerobCirflacfaeasiibstcat 16 wlfd 
genieinsam mit der ersten BauteiLschicht 20 vooi HalUeitcT- 
substrat 11 abgezogen. Der KleiMr 15 zwtfichen dem IVager- 
oberaachensubstrai 16 und der mien Bauteilgchicht 3P ver- 
fiigt Qbcr ein sc^cfaes Haavennogen, dass vcnniedai winL 
dass das I>3geR>berfla£:hen5ubstrat 16 von der etsien Bau- 
teilschicht 20 abgczogen wird» wenn cs und die erste Bau- 

toilschi^l 20 vom Halblcitersubsttat 11 abgezogen werden. «. ™. ^««„ ^ 

Ura das HarWeiicasubsixai U daduzcfa abzuzieben, dass 40 gestellt Die eiste Zwiachensclucbt-IsoUenxrhicht 46 aus 
tZ^'Z^rl^^^^^ au5gcbild« wird, kann das sogc- B. SiQa und die Zwischen-Lclteri>ahn«chichtcn 47a, 47b 

^^"^ ^^^"^ betgestellL Aufierdeni wird die 

ZmeiBsehichl in der Nahc der Oberflache Halbldier- vwcite ZwSschensdhleht-lscilieEKhidii 48 aus z. B. SiC 
substrate U aus cjnkTOtalkncmSOteiumdiin* di» Wirme. hergeateUu auf der daim <£e OberfiMien^Ldteriiahnsohich- 
b^andlw^b^eineijCTipM 4S ten 49a. 49b und 49e hciststeUt weiden. 



Wassenaoff CH) in der Nibc der Obcrflache de$ HrfWeiier^ 
subsirais U iixq)lantiert wurdc« ausgcbildet wird. In diesein 
Fall wird die «ste Bauieilschichi 20 vorzugswcdsc bei der 
Witrinebchandlungstcmpcratur zvan HetsicUcn der Zerreifi- 
schidit, z. B. 500^ und dazumei; hergesteUt 

Der Rest der portisen 5chichc 12, der an cier RQckScite der 
crstcn Bautcilschicht20 anb^gl. wird durch Aceco cotfemt. 
Wie (s in F%. 5C dargeiaeUt ist, wird das hinloe TVagenub- 
Rtfai 17 aus z. B. Kunststoff unlcr Vferwcndung eines Kle- 
becs 18 mit einem Schmdzpunkt von ungefahr IWC an die 
RUckseilc derersten Banieilachiehl 20 angcklcbl (SI 8). An- 
schlieBend wird die geaamto Bauteileinheil auf cine l^pe» 
ratur von z. B. 90*^ crwSrmt, und es winJ der Kleber 15 
zwificbcn dem 1>agcr6bcrflacbensubsirat 16 und der emcn 
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Nach dem Hemellen der ewelien Zwiacfaenschkht-Iso> 
Icerschicht 4S werdcn jedoch, vor dem Hcistellen der Ober- 
a&chen-Leiteibahiischichtcil 49a, 49b uod 49c. die Kon- 
taktpfropfen 95a, 95b und 95c beigcstcllL Genauer gcsagt, 
werden die erste ZwischensehiGbt-Isalierfichiclit 46, die 
7Vk^te Zvischenschieh(-I$olierschicht 48 und die Halblei- 
tcrschicht 53 durchdrinfende Loeher 96a. 96b und 96c 
durch Atzcn becgestellu und in ihnen werden iiber cinen Iso- 
Uerfjlm die Koataklpfropfen 95a, 95b undS^ aus 2. B. Me- 
tal I bergestellL 

Nach dem HersccUca der zweilcn Bauteilschicht 40 wird. 
wic cs tn Fig. 7B daigcsicUt ist, ein TVagcrobcrflfichensub- 
strai 36 aus KuoStstoff an der Obcrflache der zweiten Bati- 
teilschfcht 40 untcr Vbrwendung eines Klebers 35 mil einem 



MuWIiaciiichtJOT au^geschmolzen. Die penannic cxlcnie 60 Schmclzpunkt >'0n ungef^r 70X: bcfestiai (826). Als 
Kran wild auf das lYagezx^berflichensubstiat 16 uod das ' " . _ . . 

hinterc 'Mgersubsttat 17 in der Richtung zum Ttcnncn dei- 
seKbcnausgeflbt«undsowinldasTir9gerobcrfl3chenaib$u:ai 
16 von der mtcn Bauteilschicht 20 cAwezogen, wic cs in 
Fle,6Adargesiemist(S20). o5 

Wie es in Fig. 6fi dai:ge.^Ui isu werden die Ldtmtnel- 
XoDiaktbdcker 19a. 19b und 19c auf den Obcrflachen-Let- 
icrbahnschichicn 29a. 29b b?w. 29c der et«tcn Bautcil- 



N^chstes wenlcn die zweiie Bauieiischicbt 40 und das Tdig- 
mberfiachcmubstiat 36 vom HalfaleitenEubstrat 31 abgezo- 
gen (S28>. Zum Abziehen kttnnen drei Vcsfahien verwendct 
werdett. Das cine besteht im AusOben einer extemcn Krafk 
auf das Tra^enobcrflachcnsubstrat 36 und das HalbleitcrTiib- 
strat 31 in der die beiden vonetnandcr ue^nnenden Rjchuing. 
Das zweiie besteht im Schwdchen der Festigkeit der pordsen 
Schicihi 32 durch Eintauchen dcs Halbleiientubsirais 31 in 
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erne LOsung. Mric z. B. eine solchc von Wasscr und Erhanol 
und Einstrnhlcn vo« UllxaschalL Das dnrtc besiehi ifri 
Schwachen der Festigkeh dcr por&sen Sehichi 32 durch 
AujUiben eincr Zcmrifugalkraft auf dai: Halhleticfrwb.^ir*! 

5 

Wic cs in FiR. 7C daigcsieJJi isu wird untcr Vfefwcndunc 

lOO^C ein hinieres T^Sgersubsttai 37 an die RCickscite dcr 
zwciwn Bautcilschicht 40 angcJctetH (S30). We es in FIc. 
7p dargcstclU ist, wind dcr Klcbcr3S ^wischcn dem Tttficr. 10 
obcrflScbensubslrat 36 und dw zwedten BauteiUchichl 40 
auf cine TcmpOTtur von z. 90^(: crwanm und aufec- 
sdinjolzco, Olcichzeitig wird die genannte auSere Kraft auf 
das T>^roberfl8chensubstrat 36 und das hintecc TY^crsub- 
stiai 37 in der die beiden voncmandcr trennctiden Richmna is 
ausgcUbt, und so wild das TWgCTDbcrtlachcftsubsirM 36 von 
der Zwcjtcn Bautdlschicht 40 ab^ezogen (S32) 

AnschlicBcnd wird dn lYozcss z^im Positionicrcn eincr 
OberftSchenelektrwle ausgeObt, oachdem der Rest des an 
flcr^jcrflache cter zweiten Bautcilschicht 40 anhaftenden 70 
KJcbers 35 durch Reinigcn entfemt wurde Oenauer 
gcsagt, w«rdeii dic Obcrflacben-Ldterbahnschichiein 49a, 
49b und 49c dcr zwctien Bauteilsdiichl 40 sowie die Zulei- 
Uingsdf^ie 97a, 97b und 97c, die in Fig. I daisestclll sind, 
,feweib durch LOicn unlet Vcrwendung B. Indium (In) 25 
angcaehlossen. Wie est in FSg. 3a dar^csielll ist, wird das 
IVagcpcAeril^chensubstrat 36 emeui unter Vferwendung ei- 
nes KIcbcTB 3Sa au$ eineni Bpoxidharz mil einem Schmalz- 
punta von z. B. ungcfahr 120^ an die Oberflache dcr zw^^ 
ten Bauieili^rhichi 40 angeJdebl (S36). Der Kkber 38 zwi- 30 
schen dein hinteren TV-agersubstrai 37 und der zweitcn Bag- 
tcilschicht 40 wind auf z. B. eine Tfenipctaiur von 7 lO^C er^ 
w^mt xmd aufgeschmolisea Glcichzdtig wird die genanntc 
ftLiBere Kraft auf diis ragcroberflacbensubstrtti 36 und das 

hinlere'n^ei^bstrat37inderd5ebeklenvoneinanderiren- 
Dcndeo Richtung aasgedbt, und so wird das hintere TVager. 

fS^* ^ ^ Bauieilschicht 40 abgcrogen 

(S38 ). i4iee s tn Fig. 8B daisestdk kt. So wird die ia FI& 
8C dttgesteUte zweicc Bauteilcinhdi 4 eifjalten, bei der das 
Ti^geioberfl^heasubstrat 36 die zweite Bautcilschicht 40 40 
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Beispte} dcs •*Halb[ciiersubstrt»is" bei dcr Brfindung 

Die lOA und lOB vcranschau lichen eincn Heretell 
proz^s fur ein Dunnfiln^Bauteil mit Dteii«hichi»UuklUr 
TieiderHerslellung eines rferartigcnDannfilni.BauteJk 
als Ereies, >vie in Fig. lOA dargeslclH isU das hinlere TH- 
gersubstrat 17 vom DiinnfUm-Bautci] 1 tnit z B Zwci 
schichlstniktur abgezogen, und der der Riickseitc dcs 
DOnnfibn-Bauietis 1 haftendc KJebcr 18 wiid durch Ethvl^ 
kohol Oder dcrgleichen entfcmu >We es ia Ffe. job dwire. 
stelU ist, wird einc dritte Bauieileinheit 2-1 mil dcrael^n 
Konfiguralioft wie der dcr eriJten Bautetleioheit 2 (fiiehc Ftir 
6B) ftiit der Riickscite des Dtinnfilm-Bauteils 1, d h dcr 
Rfickseitc dor erstcn Bauteilschichl 20, verbunden' Die eniie 
Bauteilscbicht 20 und eine Bauieilschicht der dritien Bau- 
tajeidheit 2^1, die durch das Bezugsssetchen 20-1 gekeno- 
zetohnet ifl, wcrden so miteinandcr verbunden, dass sie ein- 
ander zugewaidi stnd. So ist ein DOnnfilm-Bauteil mit Drci- 
schichtitwklurcrhaltcn. Ein DOnnfilm-BautciH mil mchr als 
dpai Schiehten kann dadurrb hetgestcUt werden. dass dcr 
Obcn lieschliebeneRiozess wtederboh wird, gonauergcsagt, 
dass das Iddtere TVagcisubsirat oder das vordete TYfigeraub- 
slral to Diinnfitm-Bauieils abgezogcn wird und eine andcrc 
Bauteileinheit an^lebt wiid. Die Art der aufeinandcme- 
stapcltcn Bameil&cbichten kano unieischiedUcfa oder gkfch 



Vetfahreu wini \^bindeD dcr Baufeileinheiteii 2 und 4 

^ ^^^S'^ 2 und die zwdie BauieUeinhdt 4 45 

durch den oben besduicbenen Ptozess heigcaiellr wur- 
M JJ?!?T niilelnander verbunden, dass die erslc Ban. 
icil«*icht 20 und die zwciie Bauieilschicht 40 cinandcr zu- 
gcwndl smd, wie e< in F|g. 9A daigcstelli ist (S^O). Der 
Kkibcr 39 zum Vbiimden der Bauteildnhciten 2 und 4 so 
(siehe Fig. 9B) besteht z. B. au$ Epoitidharz. 
So wird, wie es in FIfr 9B dargesielli ist, das DQnnfilm^ 
- i ciner- Sinifclur erhalten, bei der die crsie Bau- 
teilschichl 20 und die zwiUt Bauteilschichl 40 aufetnander- 
gesiapelt sind. Das DOimfibifBaaieU 1 kann entwedcr nur 5S 
v^n iVSgerobcrflachensubsfrat 36 odernnr vom hinteren 
TYagerajbsim 17 getragcn werden. Im Ergebnis kann ew- 
w«ier das TVageroberflacheosubarai 36 oder das hiniere 
Tiragersubstrai 17 abg<zogen werden. 

Die erste Baulcikchichl 20 und die iweite Bauieibcluchi 00 
^ enispiechcn einem speziellen Betspiel d^ "Bauiei!- 
^ichr b«' der Mnduog. Das TVSgeroberflfichensubsirai 
36 uml das Inntere TYagersubstrat 17 ciitq>rechen spezteQen 
Beisjn^ des -TVagersubstiM- und des -VfeiWndcsub- 
sirais bei dcr Erfindung. Rmcr cnfcjprechcn die crsic Bau- ^ 
tericinlwii 2 und die ziveitc Bauieileinheii 4 einem speziel- 
len Beisjwel der -Bauieileinheii* bei der Erfindunr Die 
Haibleiiersubsuatc 11 und 31 cnlsprechen einem spezidlen 



We oben besehrieben. wird bei einem Vferfahren zum 
HersleUen eines Dunnfilm-BauiciU gcmae dem cisten Au^:- 
filhivnfsbeisptei das DOnnfilm-Bauteil 1 ntil mchreren Ban- 
teilschiehien 20 und 40 dadurch hctgcstellt, dass die c«ic 
BauieilcinheSt 2 und die sweitc Baiiicildnheit 4 mitcinander 
verbunden warden. Im Etgebnis bcstehi fUr das Vcrfahrcu 
aim Hcrstellen dcr Bauteilschichl keine Einschi&ikung 
was vom Stand der T<sehnik verscliledea ist, bei dem mch- 
icie Bauieilschichten der Reihe nach heigesfolli werden 
DeragemfiB kann sum Hetstellen der Bauieilschicht ein 
schneli arbeitendes Abacheideverlbhrao venvendet werden 
Dies cnneglicht es, den Durchsatz bei einem HetsteUpn>^ 
zess fUr ein DUnnfilni-Baatcil zu edlobeD. Die verschiede- 
nen Dunnfilni-Bauleile konnen auf einfechc Wse dadurch 
heigestclU weixlen, dass die vcrschiedenen Bautcildnhdien 
mit den Bauteilschichten und deo 'Mgentubstrafen vorab 
hergcstelli werden und diese abh^ngig von ihrer Vbrwen- 
dung miteinander verbunden werden. V^em sich in den Bau- 
tcilschlcbteo Fehler zeigen, weixlcn keine Bauieildnbeiten 
init fehleriiaften Bauteibchichten anigeklebL Dadurch wird 
cine Vergcudnng von Materialicn verringert 

AuBcrdcm wetden die crstc Bautcilschicht 20 und die 
zweite Bauteiifichicht 40 durch das TV^erwibsirai 17 bzw. 
36 tn dcr ersten Bauieileinhcit 2 bzw. der zw<nten Bauieil- 
einheii 4 gehallen. Im Ergcbnis konnen eine diinne erste 
Bautcilschicht 20 und einc diinne zweite Bauieilschichf 40 
niir 7„ B. ungefthr I pm Dickc miteinander v«l)unden wer- 
den. Fcmer kann em DQnnfilm-Batilcil mit mehr als zwei 
^ichtco auf etnfache Weise dadurch hecgestellr wejdcn, 
dass das hiniere TYagersubSUal 17 oder das votdere 7>4gcr- 
sub5U^36 vom beieits hCfgesieUtcn Dflnnfiln^-Bautwi I ab- 
gwgen wird und damii andere Baot^leinhei^n verbunden 
werden. 

Etric Modifizierung 

Nun wird eine etste Modifi^erung dcs vorBegeoden Auis- 
filhcunesbeispiels unter Bezi^nahinc auf Flg» 11 beschrie- 
ben. die die Tksrm tinea TVttgcroberflachensubstrats 16A ge> 
mSB diescr Modi6»cning ze^gt Das IWgcrobcrfifldicnsub- 
^ 16A kann z. B. das TVfigeiobcraacbensubstrai 16 (siehe 
Fie. 5A) erseizen. Im gesainien IVSgctoberASehcmubiOTat 
I6A stnd viele Ldcher 160 so ausgebildet, dass sie dessen 
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^ RUckseitc durchdringcD. Auf die gcsainie 
Klebcflache dc5 T^ficrobcrflachcofiuhsirals ISA (unten in 
* ig. n ) wird cj n Kiebcr ISA aufgetragM, der sieb in einem 
spczicHcn FliKsmiricl wic Acefon lasu und wird Kleber 
15A auf das Tragcroberflachensubsirat 16A und die Oberfl^- 5 
5A) "^^^^^ Bauicilschichi 20 aufgeiragcD (slehc Fig. 

Bcim Ah/Jct>cn das H-Hgcroberflachensubstratt leA von 
dcr crstcn BautciJschichi 20 wird durch Anwenden eincs 
Mussnnucls wic Accion auf die FlSchc de$ IVagefx^edia- lO 
chef«tibRifaL< l^A, die von der Scite dw Klebeis ISA abBC- 
wandi dcr KIchcr 15A daduich gel<Jsu dasjs das Flussmit- 
tct durch dk? Lochcr 16 hindufch, durch den K^llareffeki 
Oder dcc;plcichcn. dotthin gelangt. Die in der ^samien Fla- 
chc diiti IViiircrobcrflachensubslrais I6A ausgcbildeten Lo- 15 
Cher IfiO cniiGplicbcn cs, das RusfimiUd in glcichmSBiecr 
WcisL- yuldic pcsarriic Fiachc des Klcbcre ISA anzuwcnden 
wodurch <lics«:r KIcbcr ISA wirkungsvoU gckJst wcsrdcn 
l:iinn. I>ii:x vmi<^Hchi es, das 'mgcixrtwrflSchcimjbsim 
16A mit cincr kicincn auBercn Kraft von der erstcn Bautcil- 2D 
scchidii 20 □hAi/ichcn, Die in Fq-. II daigcsteUic Struknir 
<U2it IryjicMK^illiichcnsuhstrais 16A isi beim hinteren TO- 
gcrsubstr^i 17 ilcr orsicn Bauteilcinheii 2 (sicbe Pig. 5C) 
und bcirii «r;itxrx»«vfnachcnsubsirai 36 und beim hinieren 
IraptfTsubMr^ji 37 tier /.weiusn Bauteilcinheii 4 (sidie Fte. 25 

/.wcitc Modifiziening 

Nun urn; uncr IkvAi^ntihnic auf F^. 12. die die Form ci- 30 
no! Trj|:cri<hcrl1;ichenN4jbsirais 16B der zvfQiten Modifizic- 
nir»p /cfj.|, Jic vlK? heschricben. Das Ttagcroberfltchcnsub- 
MRil kaiin /. li. das 'lV2igcrobGcfl2ch6nsub«trat 16 (*?ehc 
5Ai tfrM.^^cn. Am* die Kleb^flachc des TViigcroberflii- 
chtfnMihxiruli. tfiliiUnicnceiioinClg. 12) wifdein sicfa in ci- .\5 
ncni Npc/iclkn MuMduiitcl wic Aoeton Icsender Kleber ISB 
%vrsifciir Mil Kcnr,»|fcn. und dcr Kleber 15 v«rt)indei das TrSg- 
cfxthifrtl^Jurf^jSsirji 161) mil der Obcrfl^hc der ereicn 
HjutcilwhiWit 2(1 isiciie Fi|$.5A>. 

neiiii Ah/ioltcn «kr)i 'l>a««n>beTfl«chenaubstrais t6B von «J 
ikr crsfcLii li..uiciKhivlfl 20 wirdd&a PlUMmiitel wie Ace^ 
kji in %L-n K^uiti /'wijicbcn dem 'nagexoberfltehensubstcat 
I6ii iiniKU*r iTUt-n 1i;iuidl3k!hichi20gebrach|, Der unrcgel- 
nUiUi}2i: Kuum KIcKts 15B inncxhaUs dcr KkberA^he 
dcji I ru^'iY. IvrlLicbenHuhsirais 16B vereinfachi cs. dass das 45 
Tlij!«?«iinth:l 4len tscMinitisn Kicber 15B eneichen kann. br 
liiycboK k^tiii ik-r KIl'Ikt ISB schnell aufgclosf wcrden. 
wcHUv^Jcn tUs IVii^'crtJhtirnachenfiubsirai 16B mit cincr 
kk'incn ottlWrvn Kr»jli \xm dcr cmcn Banieilschicht 20 ab- 
HLVti|:cn fAvnK-n kann. IV-r in Fig. 12B datgestellie Aufbau SO 
dw 'IWiircr^^crnik-hL-nsuhKiKiiit |6B tsi beim hintcren TVJj- 
gcrMiKsinii 17 isichc Kr|j-5<:), beim vordcren TVagcrsubstw! 
36 und hciiii hinicrvn Triiger substrat 37 (siche FSft. 8A) tm- 
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substrai 36C itnpragnieric Wasscr wind Eis, also feat, und 
daher haftct daa TVagisrobcrflSchfcnsubstraf 16C dim:b die 
AdhBstonjikraA des Eiacn an der crfilisn Bautcilschicht 20 an 
Nach dem V^Jnrfer dc?iTVagembcrflSchcnsubsirat<t 16C' 
mit der erstcn Bauieilschicht 20 wind das Bautcil unier Vbr- 
wcndung von flussigein Sticksioff odcr derglcichen weiicr 
abgekUhlt. Dadurch wird das Vblumen durch wcitercs Verfc- 
rfSgen des Tragcroberflatatensubsirote I6C verringert. Wcnti 
slcfi das Tc^geroberflfichcnsubstrat 16C zusamTnengezogen 
haw vcrandert sich die cretc Bagtcilschicht 20 entaprechwid 
da ihre Diek« ^Xtrem gering ist Jedocb anden sich das Halb- 
leiterw^stral U (siehe Kg. 5A) nichL Im Eigcbnis vidrd die 
pordsc Schichi 12 zwischen dcr ersicn Bautcilschicht 20 und 
dexn Halbldlereubstm 11 zmi&ri und abgczogen. Ferncr 
wird die Haftung dcs ^scs zwischen dem 1>3getoberila- 
chcnsubsuBt ItSC und dcr ersten Bauteiiscbicht 20 dadurch 
zcrston, dass das 'Mgcioberfliichcnsubstrat 16C auf z. B. 
20^ cnvannt wird. Dabcr kann ca von dcr crsicn Bauiidl* 
5chicht 20 abgezogen wcrden. 

GcntaB dieser Modifizicrung wind das TVageEoberflachen- 
substrat 16C unlet \fcrwendung von Wasser mit der ersien 
Batttcilschicht 20 vcrbunden. Im Eigebnis ist es m5gHch. 
das TVagcrobcrflachensubstral 16C nur mittels Ibmperatup-* 
steuerung mil dcr eraten BautetlscWchl 20 zu verbinden und 
eine Ablrcnnung vot» Hidbleitersobslnil It bcwerfcsielll- 
gen. Die in Ffe. 13 daj^estellte ijjrukwr des lYiigetoberfla- 
chensubsirais 16C ist beiiti hintercn TOgereubsiral 17 (siehe 
Fig, 50. beim TVagercAerflachensubstrat 36 und beim hin- 
tercn TVagersubstrai 37 (siche Fig. 8A) anwcndbar. Fiir das 
Material des TVflgcrobcrflachensubstrais 16C besicht iceine 
Bcschrankung auf cin Gcwebe, sondem es kann ein Matenal 
vcrwendet weidca. in das eioc Flussigloeii imprtlgnieit wer- 
den kann. wic z. B. Papier. 

Viefte Modiilzierung 

Nun wird unter Bezugoahme auf die Fig. 5A cine vicrlc 
Modifizicrung bcscbrieben. Bel dieser Modiflzicnmg wird 
als iOeber IS zwm Verbinden dcs T>Sgerobcrflachensub- 
strals 16 ndi der ersten Bauieilschichl 20 ein in Wasser I«Js- 
Uctser Kleber wic cine Paste vcrwendet. Das Reloigcn dcr 
Oberfltfehc dcr eissen Bautcilschicht 20 ist nach dera Abzie- 
hen dcs 'n^gerobeKflSchensubstrats 16 von ihr einfacher, da 
die Paste durch leines Wasser entfemt weiden kmn. Jedocb 
ist das Anhaften der Paste relativschwacfa. Im Eigcbnis wird 
Mm Ab22ehen der ersten Banuitechicht 20 vom Halbleiier- 
subsirat 11 ein ^fer^h^en verwendei, das die Ausflbung einer ' 
sehr kleincn SuBeren Xraft auf das DttgetoberflSchcnsub- 
strat 16 und cfie erstc Bautcilschicht 20 crfordcxt, wobei die 
porose Schtcht 12 in Alkohol durch z. B. Ultraschall zeretM 
wird. 

FQnfte Modifhderung 



t>riiic Modifizicning 

Nun wird unicr BcKUgnahme auf Fig. 13. die die Perm ci- 
ncs 'IVagcrohcrniichcnsub.<irats 16<: gcmaB dieser Modifi- 
xiening iasigt, dicscJbc bcschricbcn. Das TVfigeit>bcrflachcn- 
sirtjstrai 16C kann a, B. das TVz^ctt)berfltchcnsubsuat 16 
(«ChC Fir. 5A) cntcijum. Das TVagcrobcrfiachensabsirai 16 
bcstcht L B. aus cincni nctzf^hmigcn O&'webe aus dUnneiii 
rosifrctcnt Siahl. In dicscm Fall wird das lYageioberflachen^ 
subsirai I6C! vorab tbii Wasser impragnien und unnuicdbar 
aur der crstcn BaulcilKchichi 20 (sichc Fig. 5A) positionien. 
Danach wird dits gc^saniic Bauieil auf cine Tcniperaiur von 
A. B. ungcnotr 2"C gckuhli. Das in das Trageraberflacbcn- 



55 Unter Bezugnahnic auf die Fig. 5A witd nun etne fUnAc 
Modifizieruag bcschricben. Bei dieser Modifitienmg wird 
ein KIcbcr mit hobcr Haftfcsiigkeit bci Raumtcmpcratur 
iz. B. 20°C) und mederer Haftfeaiigjkeit bei hoher Tbmpera^ 
tur vcrwendet, um <tes TVagcroberftachcnsubsirat 16 mit der 

» ersten Bauteilschichl 20 zu verbinden. Ein Bcispicl fur eincn 
dcraitigen Kleber isi dcr icmperatutempfimdlichc Kleber In- 
tdiiner (Handclsbczcichnung; Nitia Corporation), der von 
Landoc Coipcralion in den USA eotwickisit wmde. Dieser 
Hcber zeigt bci Raumieropcratur hohcs HaftvermOgen 

65 (t. B. 30 g/mm); jcdocfa isi das Haflvcmidgcn bci cincr 
Temperaiur von 50*X; oder tnchr auf ein Zebntel odcr wenl- 
fscr vemngcrt Cz. B. 3 g/mm bci eincr Tcmpcratur von 
60*C). 
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Wftnn diescr Kleber verwendct wird, wird das? TrSecr- 
obcrflScheiwubstrar 16 bel Kaumicmpcraiur, d. h dann 
wenn der Kteb«r hohe Haftfcsiigkeh 7xigL mit der er3(en 
Baur£i?jM;hiGhl 20 Verhunden. AiKterBn:«ls wirri ds?: TVagcr- 
obttflachcnsubsfrat 16 bei eincr Tfempcratur von m^C. bd 
<ter die Haflfcstigkeil vcrringcrt isi, von der erstcn BaureiU 
schichi 20 abgczogcD. So 151 e$ cinfach. d^s TVagcrobcrna- 
chensuhtttrai miltels Ibmperamrsteuefung in einem ireiativ 
engcn T^per&curbereich an <Se «rsle Bautellschic^i tnzu- 
klfibcn imd qs von \ht t\i Irennen. 
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Soehste Modifiziening 

Nun wifd die sechste Modifiziening untcr Bczucnahme 
auf fig. 5A beschrieben, Bei dlcser Modiiiziming wiid 
Wachs tun einem Enwichungspunlct von z. B. 49*C als Kle- 
ber 15 7»m vcrbinden des "Mgctobemachcnsubsirats 16 init 
der crslcn Bauidlschicht 20 verwendct Das Wachs wird 
zum Ankleben mmde«ten$ wf setncn ErweichizngspiinkE er- 
warmt Nach dcm Verbindungsvotgang battel das Wachs 
aus, wenf) die Tcmperatur auf z. B. Raumtemperatur eesenki 
wird, und daher Mnid das tVagerobctflScticnsubslrat 16 Test 
nui der ereten Bauieilschichi 20 vcfbundeti. Beim Abziehen 
ward das Wachs mindcstcns auf seinen Erwdchungfipankt.. 
wicdererwannt, uiti sfcin HuTlvOTriOgen xu vemngtm, Dica 
niacht cs einfach, das THgcroberflfiehcnsubstrai 16 von der 
ersLcti BauieilAchichi 20 abuiziehen. 

Als Wachs Wird naiUrliches Colophoniumwachs. fbstes 
Wachs in Fbrtn von Kucisthant Oder dergleichen vcrwendet. 
WwiD der spajcr beschticbene Ptozess dcs Abztehens dcs 
TV^geroberfiachenstibstiais 16 von der ersien Bauicilschichi 
20 in Betracht gezogen wird, iM cin wasscrloslicbcs , 
mil ralatjv niodrigeni EiweichungspunlcC wQnflchcuswert. 

Sicbte Modifmerung 

Nun wird die sicbte Modafizierung untcr Bcxugnahme auf 
Fig, 5A beschrieben. Bei dicserModifiziening kann als Kle- 
ber 15 zum NfeHjindoi des TVagEroberflachensubstrais 16 
mit der cmen Bauieilschicht 20 cin Klebcband mU aufgetra- 
gcnem Klcbci, de^scrf Haftvermagen durch UlcmvtoIeU- 
strahhing gesenkt witd, vcrwendet wetden. Beispiele fS5r 
deramge Klebehandcr siixl das BG-SJchntzband £^2142 
(Handelsbcaeichnung) mit UV^Aushgmmg. das Iteimband 
D-210 (HaDdelsbczeichnuQg) mit UV^Aushartuiig, onturik- 
keli von Lintec Ccapotation usw. Bcim Abzidicn wird Ul- 
mivioleitssnahlung auf das Klebeband gestrahli, um sein 
HaftvennOgeii zu schwachcn. Dies macht es cinfach, das 
TVageiDberflSchensubiitnit 16 von der er«lcn Baui^lschtchi 
20 abzuziehen. 

Zweiies AusfUhningsbeispiel 

tJm das zweiic Aosfilhrungsbeispicl der Erfindung zu bc- 
schreiben, wild nun auf die Kg. 14 und ISA bis J5C Betug 
genommen. Bei diesen AusfUhrungsbcispiel wild einc Crete 
Bauieildnheit 2A ndt eiaer zweicen Bauieileinhcit 4 vrabun- 
den. Die zweite Bauieildnbeit 4 hat diesclbe Konfiguration 
wic bcim ersten Ausfdhnitigsbei^cL Andercredti: wiid die 
«5ic Bauteilcinheii M daduid) hexgesteUt, dass die erste 
Bauteilschicht20 auf dcm HaZblditmubsirat 11 mit andcrer 
5lruktiir als bcim eisten AusfQhnjngsbetspiel hcigestellr 
wird. Dieselben Kora|>oDentcn wie bcim mim AosfOh- 
rtiQgsbei^piel wcnten mil denselben Bczugszeichea be- 
nannu und die zt/gchfirigc Bcsducibung wird weggeteaiten. 

Fig. 14 151 ein nussdiagramm ram Vsranfichaulichen ei- 
oca Ver&hrens zum Henadlcn einer Bauteilschicht gendSB 
cinem cwcitcn AusfOhningsbeispitl, und die F1». 13A bi.^ 



15C sind Schniitansichicn zum Veranschau lichen jedcs 
Schritts des HcretcUverfahrcns gemaC Ffe. 14. AU E^ica 
wird die eretc Bauteildnhe^ii 2A mit Schrilten S 10 bis S16 
wic bcim emrcn AusfUhnmgshefsptcP hefgcsteru. Gcnaoer 
5 gesagt. wird die ponOsc Schichc 12 auf der Oberflache des 
Halblcitcrsubstrats U hcigefilelll (SIO). und dann wird darw 
auf die Halbleiicrschichi 13 heigesiclli (SIl). Auf diescr 
Halbieiterschichl 13 wird dicereie Bauteilscliicht 20 herse- 
stcUt (S12). Jcdoch wcidcn die Schriue S14 bis S2l bcim er- 
10 sTcn Ausfuhrungsbciapiisl nichl ausgcfUbrt, gem^B dcncj? 
das IVSgetoberfiacbcnttibstrat 16 mit der erBtcti Bauteil- 
schicht 20 und dei^eichen vcrbunden wird Vielmchr wird 
auf der Oberflache der erstcn Bauteilschicht 20 ein Ldtmil- 
lcl-Kontakth5ckcr hei^clU {S13). So wird die erstc Bau- 
15 teileinhcil 2A erbaltcn, bei der das Halbleitcrsubstrat 11 die 
ersic Bauteilschicht 20 bedeckl. 

AnschlieSend witd die zwcite Bautei]cinheit4 gemilO den 
Schrittcn S22 bis S3B bcim crstcn AusfuhiungsbcisfMel her- 
gestellt. 

^ es in Fig. 15A daigcsiellt isu wcrdcn die er^en Bau- 

teileinhdllA und die zweite Bauteilcinheii 4 so ancinander 
bcfesUgt. dftss cfie erstc BauieilscWcht 2) und die zweiie 
BauteilscUchi 40 ejnander ajgewandt sind (S50). Der Kle- 
ber 39 zum Bcfestigen der Bauteileinheiien 2A und 4 be- 
25 steht z. B. aus Epo^idhaiz. wird einc Sirukuir.crhalicn* 
bei der die Bauteilschichten 20 und 40 anf das Halbleiter- 
substrat 1J aufgestapell siud. 

Wic cs in Fig- 15B daigcstelh isi. wini die erstc Bauteil- 
.schichi 20 gemeinsam rait der rweiteo Bauteilschicht 40 
30 und dcm lYagenoberflachensubstrat 36 vom Halblcilcrsub- 
stral 11 abgerogen (S52). Wie bcim crsteo Ausfahrongsbd- 
^el konncn zum Abziehen drdi '\Wahren vcr^'cndct wer- 
deo. Bines beateht im AttsUben einw cxtemcn Krafl auf das 
lVifig«rObecfl9Gfaensubslrat 36 und das Halbleitcrsubsmii U 
^S in der die beldeo Uemienden Richtung. Das zweite bcsteht 
Im Schwiichen der Featigkeitdcr poc6sm Schidit 12 durch 
Einimichen des Halbldtecsubstrats U in cine L5sung. wte 
eine solchc von Wasser und Alkohol, und duidi BiiBtrahlen 
von Ulttascball. Das dritte bcstebt im Sefawacfaen der I^tig> 
40 keic der porftsen Schicht 12 duich AusQbcn dner Zentrifu- 
galkraft auf das HalblcilCrsubstral 11. 

Wic cs in Fig. 15C dargestelltist, wivddas MnlegtBlV^etw 
substrat 17 mit einem Kleber 18 aus z, B. Epoxidhn auf die 
RUcksdteder ersten Bauteilschicht 20 geklebt nachdcm der 
45 an der Rucksdte der etsten Bauteikcfaicfal 20 anbaf^de 
Rest der porOsen Sducbi 17 duicb Atzen cmfetni wurde 
(S54). So wird cin EKinnfilm-Bautcil erhalten, bei dera die 
erstc Bauteihchidit 20 und die swcitc BauteilecMcht 40 auf- 
cinartdergestapclt sind. 
SO Das 1V3gcroberflSchan8ubstrai 36 und das Halbldtersub^ 
strat M cntsprechen eiijcm spezteUen Beispiel des *TOgcr- 
subsu^ts* bei der Erfindung. Die eiste BautcUdnheil 2A und 
die zweite Bauteileinheit 4 cnlsprechen cincm speziellen 
Beispiel der "Bauteileinheit** bei der Erfindur^g. 
55 Bcim oben bcschricbenen zwcilcn Ausfilhrungi^eispicl 
vcrftlgi die Bautcitcinheit 2A Obcr die erstc Bauteilschicht 
20 und das Ralblcitcisubsu^t U, wobci die Schichf vom 
Halbldtenubstrat U abgezogen wild, nachdcm die ersie 
Bauteileinheit 2A mit der zwejtcn Bameilcinhcil 4 vcrbun- 
oo den wurdalmEts^Uist es nichl cifordcrlich, das Trfigcr- 
oberflacheosubstrai an die ersie Bautcflschicht 20 anzukle- 
bcn. Im Veigldch mit dem ersten Ausfilhruogsbdspxei wer- 
den im Herstcllprozess weniger Materialien vefWendet. 



65 



Ente Modifidcrung 

Nun wird due eisle Modifidcnmg de9 tweilen AusfUb- 
fungsbeispiels unter Bezugnahme anf Ftg. 16 criflutcn. die 
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cm Flussdiagratnm zum Vcranschaulichcn einer Modifizic- 
nmg cjnes Vfcffahnsns zum Hcrsiellen eincr Bautcilschichi 
geiMB dem ^iten Ausnihrungsbcispiel isi. Bci der Modi- 
fiwcrung wiftf die mie Bauieilschichr 20 aur dcr OH<Tfl3che 
?5l '''^i^,V^t*!ff"'^' II ohnc eingcRigtc por&c Schichi s 
I2hcrgc^eIlt(S J2), w«Dn diccraieBauteilcinheUM hercc- 
s^i witd. Auf dcr ObcrflSchc der crsien Bauteilschichi 20 
I^LSS'" r^"^ AusfUhrungsbdspicl der LcJUniiicl- 
fiClg«telU (S73), wodklnrh die «5tC Baulcil- 

!1^hL 1^ ^^'^ Batitcilcinhcii 4 witd to 

gcmafi to Schntteo S22 bis S38 beam ziveiten Aiwfuh- 

mn^sbeispiei hei^steilL 
Ahnlich wie bcim zweiien Ausfiahmngsbeispicl weidcn 

die erste fiautaleinbeit ZA und die zweitc BautriJeinhcir 4 

soiTiitciJiandcrv«turiden,d 

^^f^X^'TLy' B^itcilKhicht 40 miieinander verbvinden 
f ?^--^?^'i^* ^"•^^"'W^l^A und die zweStc Bau- 
icileinhcit 4 wcxdcd vom Halblcxtcreubstrat II abgczogcn 
was V""^«cWedHch vom »v«iren Ausfikhmngsbiii'spiel ist! 

wird cin DUnnfilm-Bautell mic eincr Stiuktur ertialien 
bci der die BautcilsdWchtcn 20 und 40 auf das Halbieiter- 
substrat 11 aufgcsiapelt and, 

GcmaB dicser Modifizlerung ist es dnfbchen das Bauteil 
hcrzimellcn da die ersie BauieilschichL 20 wie bei cinem 
ubhchcn Verfalircn mifder MalWe;ua«i,idiL U licigeNt«Ui 2S 
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Uch wie Jjci dcr iweilcn Modifizicmng $ind auf deth Halb 
Iciiersvbstrat IIB mchrcre ctsic Bamcilscbichfen 20 aussiJ 
bildet (sielie Fig. I8A)» utkI mil dem TrSgcroberflachensub- 
siral36n sind fnchrere7wdteBflmeil.«;chichten 4flA verhun- 
dcn (riche Fig. 18B). Wahrcnd bci der oben genannirn 
zwaten Modifizierung die erstc Bauicilschichi 20 und die 
zwcite Bauicilschichi 40 jewcils djcselbe FlSche aufwciscn 
isl bci diescr ModjfizicnjDg die zweilc Bauicilschichi 40A 
grOBcr ais die crate BauteiUajhicht 20. Wenn in diesem FaU 
die cTste Bauicilschichi 20 mit dcr rwciten BautcU»chicht 
40A verbunden ist, cretrecki sich dcr Rand der Zweiten Ba\i- 
iciischicht 40A Uber den dcr erstcn Bauicilschichi 20 hinauR 
wic cs in Ffe. 19 daigcsteUi isL Im Ergcbnis ist am Rand der 
crsicn Bauicilschichi 20 und am erwcitertcn Rand der zweK 
ten Bauicilschichi 40A ein Drahtbondcn ttioglich, wic durch 
Win)Flg.l9gekcnnzejchncL * ^ r«3 

OcmaS diescr ModiMcning isi cs nichi erftjidcrlich 
bcim Vcrbinddsn dcr crsfcn Bauicilschichi 20 mil dcr zwd ton 
Bautcilschicht 40A dcn LtttmiteJ^KontaklhOckcr zu ver- 
wendcn. Dadurch ist cin einfacher Verbindungsvomanc 
moghch. Die eraie Bauteilschicht 20 Icana umgckehn zut 
DameUung gcmafi den F«. ISA uod I8B, grcSer aJs die 
zweiie Bautellschicht 40A heisestelU ivcrden. 

P>rfiU» AusfUhtungMbcispiel] 



Zwciie McxiiflzJciung 

Nun wird unier Bczugnahme auf die JRg, J7A und I7B 
cine zwBile Modifizicmng des zweiten AufsfOhrunKbci- 
spejs brachricben. Dicse Figuren zcigen ein HalWdiersub^ 
slrai llA bzw em TVagerobcrnachensubilfttt 36A gcmfifi 
der zweitcn Modifizdenmg. We cs in Fig. 17A d&ig>»tet]c 
tsu wud das HalbleitctsubsLrat UA teladv groB beigestellc 
w) dass auf ihm mehrotc erstc Bautttlschichien 20 (z. B. 90 
bchichlen) hcrgesicllt werricn kOnnen, Wie es in Fte^ 17B 
darg«tclIUsi, verfilgt das T^geroberflScheiisubstrat 36A 
uber bcinahe dieselbc Gr5fic wie das Halbleiteisubstrat llA. 
und nut semcr ROckscite kannen mchrece zwcite Baurcdl- 
schichtcn 40 B. 90 Sahichten) verijundcn werdca. Die cr- 
m Bauteiischicbt 20 und <tic zweite Bauteilschicht 40 wei- 
^ Po^^ der eaten Bauteil- 
schiAt 20 auf dcm HalWciiersubsirai 11 A sdramt mil einer 
jcweihgcn Pbsiboo dcr zwciten Bauteilschidit 40 flbcrcin, 
die rait doni T^ageroberflachcnsubstrat 36A vcrtMznden ist 
OcmaB cficsej: Modifizicmng wcrden roehrcie Stapcl aus 
crsien Bautcilschichtcn 20 und zwcilen BauieUschichtcn 40 
<z. B. 90 Siapcl) bcigefitclU, wcnn da5 Halblciler^ubstrar 
llA so nut dem Tirageroberflachensubsiral 3fiA veibundcn 
witd. dass ftceinandcr dbedappen. Die ciste Bauteilschicht 
20 und d« zwcite Batrtcilschrchi 40 weidcn miacls des nichi 
dargcsieiltcn Lotnutid-KotitakiheSckers elektnsch mitcinan- 
der N^ndcn. Wcnn das Halbidlersubstrei llA und das 
TVagCToberflfictensubarat 36A zum TYcnnen bcnachbarter 
^wpel dufchgeachnitien w^ciden, werdcn dadurch mchrere 
DUnnfiLmbauudle t (i:. B, 90 Bauiciie) mil jcwcih eincr er^ 
zten BautedscMehi 20 und einer zwelten BauteiUehichl 40 
Anders gcsagi, wetden gemafi diescr Modifiae- 
rung dun* cin einfache* Vcifahnen vickDflnnfUro-Bautcilc 
4 neigesicIlL 

- Driuc ModiRzicruDg 

Unier Bczugnahme auf die ISA und ISB wird oun 
cuiq dntic Modifiziening des zweticn AusflUmiassbelfioxela 
bcschncben. Die Fig. IgA Und I8& zeigcn ein Halbleker- 
sobslnw IIB btw. ein T>agcrobcfflachensybstral 3dB. Ahn- 



Untcr Bczugnahme auf die Fig* 20 a>wie 22A und 22B 
wild nun cin drilies Ausftlhrungsbeispjel dcr Erfindung be- 
schrielwn.BeidiescraAusfuhrangsbdspicIwenJc 
30 leilscfakhicn auf der Mjrdcp. und der Riicksciic eJncr Halb- 
Ittlcrschicht hergestcllL Fig, 20 ist cin Flussdiagramm zum 
Vsranschaulicben dieses Vpifahrens zum Heratelkn einer 
Bautellschicht gcmSB dem dritten Auafiihrungsbcispicl, und 
die F|g» 21 A bis 21D sind Sehnittan^ichten zum Vernn- 
^!i2jf*lS" Schritte dc$ HerstcUvetfehreos gemSiB 

Fig. 20. Es erfo^gt nur einc Beschrcibang zu PunJtten, die 
von »>lchen des cislen und zweilco Ausfuhrungsbeispiels 
veracWeden sind, so dass bctrcffend die Ubeieiniitinmiendcn 
Ptinte auf die vofige Bcschteibung Bezug zu ochmen isl 
^ ^ es m Fig. 2] A dargcstcUt ist, wird die poi<Sse Schicht 
12 auf dcr Obevil8cfae de$ HaLbleitennibsctats 11 hei^rcsteUu 
die wie beim erstea AusjFUhnmgsbcispiel durch Aoodisieren 
ausgebildc^ wutde (S70). Auf dcr poie^ Schicht 12 wird 
die HalbleiiefBefaicbt IS durch cpitaktisches Wachston hcr- 

liaibieiiersciiiGht 13 durch Icxieoimplaniadon dutch das- 
selbe \ibrfabren Wie z. B. Veim Herstellen cities SIMOX($e- 
p^{on by Implanted Oxygea).Wafcr8 einc Isolietschicfat 
130 aus isolterendcm Matonat ausgcbildet (S74). \W© cs in 
so Fig. 21C dargestelUist, wird auf derHalbWterschlchl 13die 
crste Bauicilschichi 20 mit dcrselben Strukltir wie bcim er- 
stcn Ausfuhrungsbcispiel. Ikagesielit (S76). Die Bcschrei- 
bung dcr Konfiguration dcr ensicn Bauidlschicht 20 wild 
weggclassen, 

55 Wie cs in Fig. 2 1 D dargtstellt isi, witd das TWSgeroberflS- 
chcosubstrai aus z. B, cinem warmebcsiandigcn Kunstscofif 
Oder Glas mit dcm Klebcr IB aus z. B. Epoxidhans* odcr 
duroh Au&ehtticlaen von Glas* nrit der OberflSehe der etsten 
Bautellschicht 20 verfeundcn (S*7S). Als Nachsies wild das 
^ TV^geroberflSchcnsubstral 16 gemdnsam mil dcr ersien 
Bautellschicht 20 vom Halbldterwibsirflt it abgczogcn 
<S80). Zum Abzichcn kOnncn dru Verfahren vofwendet 
^flerden. Bines besteht itn AusUben eincr extemen Kraft auf 
das Tk^gcroberfiachcnaibstrat 16 ond das HalbleitCfSttbstfal 
« II in dcr die bcidec trcnncndcn Ridimng. Das zwcite be- 
siehl im SchwSchcn der Pcstigkeil der poTx)sen Schicht 12 
durch CiniauchcD des Halblcitersubsirats II in eine Ldsung. 
wic eine solchc von Wasser und Bihanpl, und Eitistrahten 
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Kcit Oct porSsen Schichi 12 durch AiKiihon -I' 

.-.picl <fcr "irmblrircn^chich.- teller B^nS^^f^j^e^rl" 
dcr mnj^rcn Isdio^hichf bci dcr ISiSoOms AutoXm 

J:^;*,- hyJ: .r*^- ®«»P"eJ«n doc -cnton Bamcil. 
h/u..,icr «welreoBwttiUchicht-be<deraft,. 

Im?"? I. laicrdic Bautcsilscliicht 20 an ihrer VjncfcrMite 
Iitno^hichi I Ml clcklnsch gcgeficiiMwJer isolicrL 
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I ViL-nws AusfiJhnmgsWspieJJ 



TOe Mb. :.»A Ms IM) sind JSchirinaniHchten zum Vferan- 
Aur dcni p-Cichid 53b wird cine SchuiMchi^-h. za 



J4 



50 



ss 



«0 



bcr isj dcr temperaturempfindliche. von Landoe f'«»-^ 
nung Nitta Corporalkm) vom AbltBhllyp '™"™*'^»«c'>- 
flachensubstnn 57 und das Halbleilcn;ubsira. S3 v^^?' 

spiel, verwcndet Eir«s b«tch. im Ausfibon eiiS«t»n' 

Chen der Ifestififcdt da- parBsen Schichl M d^ 
cbe mil "VfessET. Uhd Hnstrahlen von Ullraschall. DL rf^I 

strat 51. Der ™ dcr ROckseilc dcr Halblafe«cbicht S3 

«.«.Salpe»erau«ondEsrigsau,xe„tfe„t. """^'^ 

Wd^^T'!^"^'^ Trageroberflachcnsubstrat 
» / Wirt durch etncn Klcber 60 mi i HaftvemiaBcn bd Rami? 
|«..per.m r, «. B. Epwddh«-^ hippies Ty43.S"s9 
in Form o,n« Kurstttoffflbm befesiigt. Ete K^XT 

der Obcrflaehe der EtektcodenKhicbt SS wiid 

«.n. He«tell«, einer La««diode». Bs^W^n 

^cnwerei odcr Zinn (Sn) venvendcL Auf der Oberfliichr^ 
dcsHdbl«««„fe|ms 71 Wirt cine p«a,eShiSS^' 

*c Halblc.i««hichl 73 rine afctive sthtohl 71 «„" JS- 
ten Tfeil der atuvcn Schicht 81 wird doe MasfceO«»S^ 

uvc Schicht 81 und dw HaibJdtcScWchi 73 unS^^fa^. 
dung *r Maskc 82 durch RIE (rcaktives loncna^n) gettw. 

Nachdem Entfernon dcrMa^82w«dc„, wiee«XS 
ichicht fnachfolgend als p-Schichl bcasichnet) 86 und eine 
fete ^^'rf^, cpitafctiscb in diUr 

^l"^!,^ <to|estem isu wird auf der p^idii 
St^lu " P^-^ da.8«elll iat wild dn T^er- 
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ncm Klebcr 75. desscci HafivcrmUgen dureh Abktlhlen auf 
die Raumiempcraiur und diescsmenki wild, an die Obcrftii- 
Chen ^ enten Rel1«lctors 8R Mnd dcr BlekutxienscMebt 85 

^..^^ ^'V" danecstdH isi, werden das IVSgciobftr- 

naclKnsubstrai 7<; und das HaJbldtersubsirat 73 vom Halb- 
Icticr^ubstrat 71 abgezogcn. Das Vcrfahrrjn zum Abzichen 
tsi dasselbc wie das fur die Foiodiodc 50 in Ffe. 23D Nach 
r?^^^*^" ^^^'^ ^ RQckseitc der Halbldter- 
schichi 73 anhaftciKfc Rest dcr portSsQn ^Jchichl ndurch At- 
2«l mit cinem xvassrigen LSsungsgemkch aii« Fluorwasser- 
''^^^P^*^''?"^ "nd Esfiigsauft cmferal. IVie cs in 
28C daigcsteUt ist, wind auf dcr RUckseitc des Halblei^ 
icrsubstrais 73 eioe Elektrodepschtcht 99 aus MciaU mil 
vorbcstinuntem Muster hciyestdJt. Wie es in Fig. 26D dar- 
gestcIJt isu wHrd das Halbldiersubsem 73 unter VcrwendunB 
dcr Elclctrodcnschicht 89 als Maskc von seiner Rticlcseite 
horgc^tzu und in cincm dureh den Atzprozcw aasscbildctcn 
Loch 73a ivird ein zweiter Refl<?kior 90 hetgcstellt 

Dicscr zweiic Reflekior 90 wM dadurch hcrgeslcUu <lass 
B. sechs bis zchn Schichien dielektrischcr Dflnnfibne wie 
aus arnaphem Siiicium SK) Oder MgO* aufgesiapch wcr- 
dcn. Jedcr d^clcktrischc Dannfilm wird durch Al^diciden 
hcrgesiellt Dcr zwejie Rcflektor 90 isi ein Lichi cmitticicn- 

m6g<sn ist kleuier als das dcs en^^n ReHektots 88 
A.^u Z ^^8; ^p^esicHt ist, wifd an dcr Ruck.«itc 
der Haibtoterschicht 73 dn hinierca TVS^wsubstnu 77 in 

Rcflcfctor 90 und dtc Elektrodenschicht 89 bcdeckt. Das 

t-Zi'^^^f" ^".^ ''-"'^^ Befc5rigen der Halblei- 

terachichi 73 am hintercn Trftgcrsubstrat 77 wird behn Ab- 
Kuhten dcsselbcn auf die Raumtemperaiur und darunter ge- 

AbkUhlen deaaelben auf cine •Rmperatur von z. B 5H: wo- 

SSlhwr^^K^J" ^''^^ <te^ 

Halblat«schichl 73 gcucnnt So wild die Lasercfiodc 80 

ausgelnldct^ und cs wlrd die zweite Bauteikanhcit 8 ausgc- 
Wdeu bci der das hinteie TVagcrsubstiat 77 die La5;cidi(Sle 
^® *fsff<5iode 80 zDit dteser Stitilam wild als 
Obeiflacbeo cinia|CEciifle Lascrdiode bczcichoci, die Llchi 
TOAlwuiklig zum Refleklor emiuicrt. 

Die Fotodiode SQ und die Lascrdiodc 80 entspcechcn eJ- 
Dcm speaaeUen Beispiel der "Bautcilschicht" bei der ^fin- 
dung, und die hinteren TiSgcscsohstiate » uod 77 entspic- 
^Cinem apezteUeo Beiiqneldcs rntgereubstrals- bei der 
Bfftidung. Fetner entspricht die Laserdiode 80 dnem spe- 
zfelten BttspicI der "Uchi eminiepcoden Baiteilschichr bei 
^/ll!;^?^"^ und die Ketodiodc 50 entsprichi dnem spe- 
Beifipiel dcr -Foiodeiekior-Bauieilficbicht*' bei der 
Erfindung. 

Die Pi^. 27A und 27B sind Schniiiansichtcn zum Be^ 
schreibcn eincs Schritis zum VMinden der craien BauiciJ. 
einbcii 5 und dcr zweiicn BmiteiieinbeiL 8. die auf die oben 
bcscftnebcoc Weisc betgcsielli wuxden. Wie es in Fifr 27A 
daxgcsi^ isL, werdco die ertte BameUcinheh 5 md die 
^ '° «ncinaiider befcatigu dass die 
i^o<«odc 50 und d,c Laficrdiodc 80 dnander zuecwandi 
«Dd. isi aucb dcr UttmiiieMConiaklhackcr6t auf der 
Bktooctoschichi 55 der FbtodiodB $0 der Elektroden- 
!^ Lascrdiodc 80 zugewandL Ein Kleber 79 
(stchc FJg. 27B) zum Bcfesiigcn der ersten BauteHeinheit 5 
zweiten BauieilcinbcH 8 bestehl z. B. aus Epoxid- 

Das TY^€TObcrflachcnsub?irai 78 wtid unicr Vcrriniic- 
1^ des HafivcniKjgens 77 zwischcn ihra und dcr Latter- 

f^S^'k^^"^'^" ""'S:*"^ Raumtaivcraiur von dcr 
LasenJiode 80 abgezoiten. Dutch diesen Sctuin wciden die 
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Lascrdiodc 80 und die Foiodiode 50 aufcinandctBcsiapcJi 
undes wird ein Dunnfilm^Bauteil 9 crhalicn, <fas vom hJmc-' 
pen Tragcrsubsu^at 59 getragen wtid. Die rtsche dtr Laser- 
dicxlc 80 isi kleincr als diejenigc der Foiodiode 50 um ?aj 
vcmicidcn, dass die Lascrdiodc allcs auf die Foiodiode SO 
failende Lichi ausblcndel, und sic isi zu eincr Seiic der 
Oberflacbe der Foiodiode 50 bin positionicn 

Unte- Be^ugnahme auf Fig, 27B wird niin die Wiricuna 
to wf die oben besctiricbcnc W«sc heigesteUlen Dtinn- 
fibn-BauteiU 9 bcschricbcn. Wcnn mittds dor Blckuoden- 
sehkhten 89 und 85 ein Strom durch die L^erdiode 80 cc- 
schickt wird, wild das in der akLiven Schichi 81 crzcuRie 
UchI durch den ersten Reflekior 88 und den zweiten Rcflck- 
tor 90 wiederfioJi rcflcktiert, und e$ wird als Laserschwin- 
gung bezezchnete Uchtrcdonartz erzeugt. Das durch Laser- 
schwingung versiaricte Lidit wird durch den zwejten Reflek- 
tor 90 emiuicrt, wie es durch das Bczugs^cichcn LI in riK, 
27B gckcQtizcichnet isL ^ 
Innertalb dcr Fotodiode 50 wird tibcr die Elcktroden- 
schicbT 55 der negadven Biekuodc und die positive Bick- 
!r^?*JEI"®^'^'"P™°^S an dicp^SchichlS3b und die n- 
Schichi S3a angel^L W^m duzch die iransparcnie Schutz- 
schicht54Lichlcinf^|r, vt^eduieb das Bczugszeichcn jL2 in 
Fig. 27B geki^nzdehnet, fliefit wegen dcs fotovoliaischen 
ETfckis in der Ubeig«ngsOifclw zwlu;bcn dcr p-SchiehlS3b 
und der n-Schichl 53a ein Slrouu der das Auagangsaisna] 
btldet. * 

Beim Dunnfilm-Bautri! dieses AusfDhningsbeispiels sind 
die Userdiode80 und dicR>eodiode50 integial ausrabfldei 
Im Ergcbnis kann die Fotodiode 50 von d^' LaserSode 80 
ernutiettes Lichi. das durch sin Cftjekl reflekticxi und zu- 
nickgciicfert wunte, erfasscn. DemgemfiB kann das Dllon- 
fihiwBauieil aU Sensor z. B. zum Erfassen dcs Vbihanden- 
seins Oder Fehleos eincs Objeicia verwendet WBEden, 

Die Fotodiode 50 und die Lasezdiode 80 sind elektriseh in 
Reihe geschaltet* wobei dcr LQtmilicI-Kontatahocker 61 
^ngebettet isi, Im Ergebnis kaim Eneigie, wie aie sowohl 
fiu- die Fotodiode SO als audi die Lasecdiode 80 eribrderlich 
la, zugefiihrt wciden, wenn die Oektrodenschicfat 58 der 
Foiodiode SO und die ElcbnxJcaachicht 89 der Lasetdiode 
«0 toil dem Potential ciner extemea Spannungsversoigune 
bzw. JMassepotentiai vexbunden aind. 

Ob wohl die Ecfindn^g duroh Verschiedeoe Auafilhiungs- 
beispicle und Mbdifizierungen derselbeq beschriebeti 
wiHde, ist sic nicht hierauf beschi&ikt, soodem kann nocb 
anders realisiert und modifiaert werden. Z. B. koniten das 
vofdeiTc und hiniete TOgetsubsinil bei (ten obcn beschiiebe- 
nen Ausfabningsbdspiclen aus EVA OElhylcnvinylacetat) 
bcstchcn, das bd hoher Tbrnpcratur HaftvcrmSgcsn zeigt In 
diesem Fail tst fUr den Verbindungsvorgang durch das vor- 
deround hintcre TVflgetwibsfral kein Kleber crfotderlich, 

Bcini ersten bis driuen AusfUhrungsbeispiel cffolgie eino 
Beschrcibung dahmgehend, dass die Bauteilschichten 20 
und 40 cinen CMOS-Ttensisiar bilden. Jcdoch konnen die 
Bauteilscfdchten 20 und 40 aktivc Bauicilc wie TYansislo- 
len, auQer CMOS- und DiodenbauLcilen, passive Bawieile 
wie WidcrsllLndc und Kondensatoren sowie fotodcktrischc 
Waodlerelemcnle wie Fbtodioden und Lasenfioden bilden 
Es besieht Anwendbaricdt auefa bei CPUs, DRAMs oder 
dergicicben. 

Beim eisten bis dritten AiisfGhningsbei^el wird die 
Haibleitersciucht 13 epitaktisch auf das HalWeitcreubsirat 

11 aus Silicium aufgewaclisen^ wodu«h die porosc Schicht 

12 eingebettei wild. Jedoefa kann das HalWeitcrsubstrai 11 
aus Gcnnaniuni fGc) bcstehcn, und die HalblcitcKchichi 13 
wird licicroepiiaktiscb danuf aufgewachsen. AuBcidem 
kann em Material niit ^Dger Fehlanpassung zur Gitter- 
konstanie von Silicium heierocpitaktiseh auf daa Haibleiier- 
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M..mai Oder derBl«chen. Kcramik. ciaschlieaBcSTw 10 
wiezB ^e^r^^*"!-''''*'!?" Ausfllhrungsbeispielen wild. 
T^^«berflachensubsirat » der Baurcilschlcht angebrgchi 
schicht »iif der porosen Schfcht hcreestellt^i^ di^T, f 

vcre/eodeL Die BauteitechJehl wiixl unicr dei- WBnn^^ 
digkai^erapmturd« Klebcrs heiscsiellL 

reflefchm und xurflckecstrahlt wind. In, Bm-bius famn 
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HeretcUen cines Donnfita-Batttells 
Bau,cil«chich,c„. mi. den foC* 

- KonAinicren der mehreren Bauteildnheitcn 
^^hren nach Anspmch I, dadunrh gelccnnzcich- 
^tetnheiten (Z 4) c« aneinandcr bcfti«ti«t wenlen rft.. 



3. \%rfahrw> nach Anspnich 2, dadutch gekennzeich 

4) e.« Ie,t«Ktas BlenKnl (Mte, 19b. Mfc) zwiscC^n 
^we, Baute,l.v:hich.=n (2o. 40) eingcbciie, wiM 
4 Verfahren nach Aosprach 3. dadurch gek«nnzcieh. 

it.Stn?'^' ^inel-UakS 
rtadun* gekcnnzeichnct, dau raindcstens cine rfor 

^^4^^"? f voratchendcn Anspfflche 
dadurch getennzeichdei. dass mindcacm «iM dw 
^ute.lsehich(ci, ein Licht cmfnicnrndes BauiISl (»^ 

7. \feifahreo nach einem der votstehenden Ansprilche 

\fcrfahren nacb exncm der voreichendcn Ansprttch<^. 
fiekennMachn^durchdiefolgen^ 

- Ab2iehea eines der T^gersubsiraic (17, 36) 

- \«>rbindtfn einer audcren BauielleSnheii der 
iTOhreroi Bftuteileinhelusn id oolchcr Wfeisc, dass 

o > ,^Sgr»uli«arats emander aigewandt siod. 

w ^•^|™'«l«nh*il a 4) den Schriit <fes Hcwtel- 

ocs HalbleaieisubitnitB (U) aofwdiL 

10 Vcrftlwen oach Anipnich 9. dad^rch g„kendzeirf,- 

net. dass da* HalblaterwbatMt ai) Jm Schritt des Hei- 

StoSd '^"'^^*"'''««*'»"•«^*«•• 
n. y«*MirennachAr8pnich9,dadnn*»kennzeSch- 
n«, dass an der Baineilschieht (20. 40) «n andetes ktc- 
bwdw Stibstiat ala das HUbldieRufaBtrai be&stisi 
wini und das klebendc Substnit ais -nsigmnilMinif vw- 
wcnoet Wire. 

zeichnct, «n Klebcr vcnvaidet wiid, desm Haft. 
Tf'^l^u^*^ abhangift voo der Tcmpeiaftir SndoL 

fflichfiei, dass dcr Schriit des Hewiellen$ der Baateil- 
cinhiat (2, 4) die folgendcn Scbriue umfessU 

I '^iS?^''^. "^"^^ popflsen JJchicht in dcr Nahe 
derOlysrflachedBs HaJbleiiersobstrai* (U) auf «- 
ner Scate, um die Baureilschicht (20. 40) h«rzu- 

HcrsteUcD der Bauteilschicht auf cfer Ojerfla- 
cne dcr porosen ifchlcht; und 
- Abtermcn des ktebcnden Subsuais und dcr 
Halbleitcrsubrtmi, nachdem 
das klcbeadc Subsirat an der Bauteilschicht bcfe- 
sbgt wuiri^. 

14. yit^ca aach Anspnich 9. dadwchgekimnzcKh. 
^^Um otane dazw,when licgcnde poQse Scbiehi 

l-Lu'''^^ Aasp„K* 14. dadurch gckcnn- 

S™. **!^ Ac Baxjtelteinheit (2. 4). bet der das 
HalbloierstitetrBi die Bauteikchiehi (20. 40) trtgi, «, 
der andercn Bwiteildnheit befesti^ wild, bei do- die 
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